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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成されている第１信号線と、
　前記第１信号線と絶縁されて交差する第２信号線と、
　前記第１信号線と前記第２信号線で囲まれた領域ごとに形成され、ドメイン分割手段で
ある切開部または境界を有する画素電極と、
　前記第１信号線、前記第２信号線及び前記画素電極に３端子が各々電気的に連結されて
いる薄膜トランジスタと、
　前記切開部または境界に対して両側または片側に向かうほど次第に薄い厚さを有するテ
ーパ構造に形成されたプレチルト膜と、
　前記プレチルト膜上に形成された配向膜と、
　前記第１信号線及び／又は前記第２信号線に対応する位置に形成された基板間隔材と、
を含む薄膜トランジスタ表示板。
【請求項２】
　前記プレチルト膜のテーパ角は１～１０°である、請求項１に記載の薄膜トランジスタ
表示板。
【請求項３】
　前記プレチルト膜は、少なくとも二重のテーパ角を有するテーパ構造に形成されている
、請求項２に記載の薄膜トランジスタ表示板。
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【請求項４】
　前記第２信号線は、前記第１信号線と交差する交差部と、前記交差部に連結されている
屈曲部とを含む、請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項５】
　前記画素電極は、前記第２信号線の屈曲部に沿って折れ曲がっている、請求項４に記載
の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項６】
　前記プレチルト膜の稜線は、互いに隣接する前記画素電極の間に位置し、前記画素電極
の中心に近いほど次第に厚さが薄くなる、請求項５に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項７】
　前記プレチルト膜は、前記画素電極の境界と平行でＹ字状に形成されている、請求項６
に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項８】
　前記プレチルト膜は、感光性有機絶縁物質を含有している、請求項１に記載の薄膜トラ
ンジスタ表示板。
【請求項９】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成されているゲート線と、
　前記ゲート線上に形成されているゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されている非晶質シリコン層と、
　前記非晶質シリコン層またはゲート絶縁膜の上部に形成され、ソース電極を含むデータ
線と、
　前記非晶質シリコン層またはゲート絶縁膜の上部に形成され、前記ソース電極と対向す
るドレイン電極と、
　前記データ線及び前記ドレイン電極の上に形成されている保護膜と、
　前記保護膜上に形成され、ドメイン分割手段である切開部または境界を有し、前記ドレ
イン電極と連結されている画素電極と、
　前記保護膜上に形成され、前記ドメイン分割手段に対して両側または片側に向かうほど
次第に薄い厚さを有するテーパ構造に形成されるプレチルト膜と、
　前記プレチルト膜上に形成された配向膜と、
　前記ゲート線及び／又は前記データ線に対応する位置に形成された基板間隔材と、
を含む薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１０】
　前記プレチルト膜のテーパ角は１～１０°である、請求項９に記載の薄膜トランジスタ
表示板。
【請求項１１】
　前記プレチルト膜は、感光性有機絶縁物質を含有している、請求項９に記載の共通電極
表示板。
【請求項１２】
　前記ゲート線と同一層に位置し、前記画素電極と重なって保持容量を形成する維持電極
線をさらに含む、請求項９に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１３】
　前記非晶質シリコン層は、前記データ線の下部までのびている、請求項９に記載の薄膜
トランジスタ表示板。
【請求項１４】
　前記データ線の下部の前記非晶質シリコン層は、前記データ線と同一平面形状を有する
、請求項９に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１５】
　前記ドメイン分割手段は、前記画素電極の上下二等分線に対して実質的に鏡状対称をな
す、請求項９に記載の薄膜トランジスタ表示板。
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【請求項１６】
　前記ドメイン分割手段は、前記ゲート線となす角が４５°である、請求項１５に記載の
薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１７】
　前記データ線は、前記ゲート線と交差する交差部と、前記交差部に連結されて前記ゲー
ト線に対して±４５°をなす斜線部と、を含む、請求項１６に記載の薄膜トランジスタ表
示板。
【請求項１８】
　前記画素電極は、前記データ線の斜線部に沿って折れ曲がっている、請求項１７に記載
の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１９】
　前記プレチルト膜の稜線は、互いに隣接する前記画素電極間に位置し、前記画素電極の
中心に近いほど次第に厚さが薄くなる、請求項１８に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項２０】
　前記プレチルト膜は、前記画素電極の境界と平行でＹ字状に形成される、請求項１９に
記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項２１】
　複数の画素を有する絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に全面的に形成されている共通電極と、
　前記画素を少なくとも二つ以上に分割する稜線を有し、前記稜線を中心に両側または片
側に向かうほど次第に薄い厚さを有してテーパ構造に形成されるプレチルト膜と、
　前記プレチルト膜上に形成された配向膜と、
　前記画素の外側の遮光領域となる位置に形成された基板間隔材と、
を含む共通電極表示板。
【請求項２２】
　前記プレチルト膜のテーパ角は１～１０°である、請求項２１に記載の共通電極表示板
。
【請求項２３】
　前記稜線は、ドメイン分割手段である突起を有する、請求項２２に記載の共通電極表示
板。
【請求項２４】
　前記共通電極は、前記稜線に対応してドメイン分割手段である切開部を有する、請求項
２２に記載の共通電極表示板。
【請求項２５】
　前記共通電極は切開部を有しない、請求項２２に記載の共通電極表示板。
【請求項２６】
　前記プレチルト膜は感光性有機絶縁物質を含有している、請求項２２に記載の共通電極
表示板。
【請求項２７】
　前記プレチルト膜の厚さは０．５～２．０μmである、請求項２２に記載の共通電極表
示板。
【請求項２８】
　前記画素において前記プレチルト膜が占める面積は１/２以上である、請求項２２に記
載の共通電極表示板。
【請求項２９】
　第１信号線と、前記第１信号線と絶縁して交差する第２信号線と、前記第１信号線と前
記第２信号線で囲まれた領域ごとに形成されている画素電極と、前記第１信号線と前記第
２信号線と前記画素電極とに三端子が連結された薄膜トランジスタとを有する第１表示板
と、
　前記画素電極と対向する共通電極が形成されている第２表示板と、
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　前記第１表示板と前記第２表示板の間に形成されている液晶層と、
　前記第１絶縁表示板と前記第２絶縁表示板のうちの少なくとも一方に形成され、前記液
晶層の液晶分子を前記画素において複数のドメインに分割する複数のドメイン分割手段と
、
　前記ドメイン分割手段に対して両側または片側に向かうほど次第に薄い厚さ、或いは厚
い厚さを有するテーパ構造のプレチルト膜と、
　前記第１表示板と前記第２表示板それぞれにおいて、前記液晶層に面して形成された配
向膜と、
　前記第１信号線、前記第２信号線及び／又は前記薄膜トランジスタに対応する位置に形
成された基板間隔材と、
を含む液晶表示装置。
【請求項３０】
　前記ドメイン規制手段は、前記画素電極が有する第１ドメイン規制手段と、前記共通電
極が有する第２ドメイン規制手段とを含む、請求項２９に記載の液晶表示装置。
【請求項３１】
　前記第１ドメイン規制手段及び前記第２ドメイン規制手段は、交互に配置されている、
請求項３０に記載の液晶表示装置。
【請求項３２】
　前記ドメイン規制手段は、前記共通電極または前記画素電極が有する切開部または前記
切開部と境界が平行である、請求項２９に記載の液晶表示装置。
【請求項３３】
　前記ドメイン規制手段は、前記第１信号線に対して実質的に±４５°をなす、請求項２
９に記載の液晶表示装置。
【請求項３４】
　前記ドメイン規制手段は、前記画素の上下二等分線に対して実質的に鏡状対称をなす、
請求項２９に記載の液晶表示装置。
【請求項３５】
　前記ドメイン規制手段は、前記画素電極が有する切開部と前記プレチルト膜の稜線とを
有する、請求項２９に記載の液晶表示装置。
【請求項３６】
　前記稜線は突起を有する、請求項３５に記載の液晶表示装置。
【請求項３７】
　前記共通電極は切開部を有しない、請求項３５に記載の液晶表示装置。
【請求項３８】
　前記ドメイン規制手段は、前記第１信号線に対して実質的に±４５°をなす、請求項２
９に記載の液晶表示装置。
【請求項３９】
　前記ドメイン規制手段は、前記画素の上下二等分線に対して実質的に鏡状対称をなす、
請求項２９に記載の液晶表示装置。
【請求項４０】
　前記液晶層の液晶分子は、前記第１表示板及び第２表示板に対して長軸が垂直に配列さ
れている、請求項２９に記載の液晶表示装置。
【請求項４１】
　前記プレチルト膜の稜線の厚さは０．５～２．０μmである、請求項２９に記載の液晶
表示装置。
【請求項４２】
　前記第１信号線と前記第２信号線とで囲まれた領域において前記プレチルト膜が占める
面積は半分以上である、請求項２９に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、表示板及びこれを含む液晶表示装置に関し、特に、広視野角を得るために画
素を複数のドメインに分割する表示板及びこれを含む液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、現在最も広く用いられている平板表示装置の一つであって、画素電極
と共通電極など電界生成電極が形成されている二枚の表示板と、その間に挿入されている
液晶層からなり、電界生成電極に電圧を印加して液晶層に電界を生成し、これを通じて液
晶層の液晶分子の配向を決定し入射光の偏光を制御することによって映像を表示する。
【０００３】
　そのうち、電界が印加されない状態で、液晶分子の長軸を上下表示板に対し垂直をなす
ように配列した垂直配向モード液晶表示装置は、対比比が大きくて広視野角が実現し易く
、脚光を浴びている。
【０００４】
　垂直配向モード液晶表示装置で、広視野角を実現するための手段には、電界生成電極に
切開部を形成する方法と、電界生成電極上に突起を形成する方法などがある。切開部及び
突起にて液晶分子の傾斜方向が決定されるので、これらを利用して液晶分子の傾斜方向を
分散し、広視野角を確保することができる。
【０００５】
　ところが、突起や切開パターンを有する垂直配向モードの液晶表示装置は、液晶の応答
速度を速くするのに限界がある。その原因の一つは、駆動電圧を印加するとき、切開パタ
ーンまたは突起に隣接して配列されている液晶分子は、フリンジフィールドによる強い影
響のために配向方向が決定され速やかに再配列されるが、切開パターンまたは突起から遠
く配列されている液晶分子は、ドメインの外郭に配列された液晶分子の配列によるズレや
衝突によって再配向が決定されるので、全体的に液晶分子の応答速度が遅くなる。このよ
うな問題点を解決するために、切開パターンを狭い間隔で配置することができるが、画素
の開口率を低下させ、これは光の透過率を減少させる原因となる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が目的とする技術的課題は、画素の透過率を確保しながら液晶分子の液晶の応答
速度を向上させる表示板、及びこれを含む液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような課題を解決するために、本発明では、液晶分子が迅速に任意の方向に傾斜す
るようにプレチルト膜が形成されている。
【０００８】
　本発明の実施例による薄膜トランジスタ表示板は、絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成
されている第１信号線と、前記第１信号線と絶縁され交差する第２信号線と、前記第１信
号線と前記第２信号線で囲まれた領域ごとに形成されてドメイン分割手段である切開部ま
たは境界を有する画素電極と、前記第１信号線、前記第２信号線及び前記画素電極に３端
子が各々電気的に連結されている薄膜トランジスタと、前記切開部または境界に対して両
側または片側に向かうほど次第に厚さが薄くなるテーパ構造に形成されたプレチルト膜と
を含む。
【０００９】
　プレチルト膜のテーパ角は１～１０°とされるのが好ましく、少なくとも二重のテーパ
角を有するテーパ構造であることができる。ここでの二重のテーパ角としては、例えば、
プレチルト膜の形状として、２段階に角張った部分を有する形状が採用されてる場合が考
えられる。
【００１０】
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　第２信号線は、第１信号線と交差する交差部と、交差部に連結されている屈曲部とを含
み、画素電極は、第２信号線の屈曲部に沿って折れ曲がっており、プレチルト膜の稜線は
、隣り合う画素電極間に位置し、画素電極の中心に近いほど次第に厚さが薄くなるように
形成されているものが好ましい。
【００１１】
　プレチルト膜は、画素電極の境界と平行でＹ字状とすることができる。また、プレチル
ト膜は、感光性有機絶縁物質を含有して形成されるのが好ましい。
【００１２】
　本発明の他の実施例による薄膜トランジスタ表示板は、絶縁基板と、前記絶縁基板上に
形成されているゲート線と、前記ゲート線上に形成されているゲート絶縁膜と、前記ゲー
ト絶縁膜上に形成されている非晶質シリコン層と、前記非晶質シリコン層またはゲート絶
縁膜の上部に形成されてソース電極を含むデータ線と、前記非晶質シリコン層またはゲー
ト絶縁膜の上部に形成されて前記ソース電極と対向するドレイン電極と、前記データ線及
び前記ドレイン電極の上に形成されている保護膜と、前記保護膜上に形成されドメイン分
割手段である切開部または境界を有しており前記ドレイン電極と連結されている画素電極
と、前記保護膜上部に形成されて前記ドメイン分割手段に対して両側または片側に向かう
ほど次第に厚さの薄くなるテーパ構造のプレチルト膜とを含む。
【００１３】
　プレチルト膜のテーパ角は１～１０°とされるのが好ましく、プレチルト膜は感光性有
機絶縁物質を含有して形成されるのが好ましい。
【００１４】
　ゲート線と同一層に位置し、画素電極と重なって保持容量を形成する維持電極線をさら
に含んでいることが好ましい。また、非晶質シリコン層は、データ線の下部まで延びてい
ることが好ましく、データ線下部の非晶質シリコン層は、データ線と同一平面形状を有し
ていることが好ましい。
【００１５】
　ドメイン分割手段は、画素電極の上下二等分線に対し実質的に鏡状対称をなし、ゲート
線となす角が４５°であることが好ましい。また、データ線は、ゲート線と交差する交差
部と、交差部に連結されてゲート線に対して±４５°傾斜される斜線部とを含むことがで
きる。
【００１６】
　画素電極は、データ線の斜線部に沿って折れ曲がり、プレチルト膜の稜線は、隣り合う
画素電極の間に位置して画素電極の中心に近いほど次第に厚さが薄くなるように形成され
、プレチルト膜は、画素電極の境界と平行でＹ字状に形成されるのが好ましい。
【００１７】
　本発明の実施例による共通電極表示板は、複数の画素を有する絶縁基板と、前記絶縁基
板上に全面的に形成されている共通電極と、前記画素を少なくとも二つ以上に分割する稜
線を有しており前記稜線を中心に両側または片側に向かうほど次第に薄い厚さを有するテ
ーパ構造に形成されたプレチルト膜とを含む。
【００１８】
　プレチルト膜のテーパ角は１～１０°であるのが好ましく、稜線は突起を有しているこ
とが好ましい。
【００１９】
　共通電極は、稜線に対応してドメイン分割手段である切開部を有することができるが、
そうでないものとすることもできる。また、プレチルト膜は、感光性有機絶縁物質を含有
しているものが好ましい。
【００２０】
　プレチルト膜の厚さは、０．５～２．０μmであるものが好ましい。また、画素におい
てプレチルト膜が占める面積が１/２以上であるものが好ましい。
【００２１】
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　本発明の実施例による液晶表示装置は、第１表示板と、第２表示板と、液晶層と、ドメ
イン分割手段と、プレチルト膜とを含む。ここで、第１表示板は、第１信号線と、前記第
１信号線と絶縁して交差する第２信号線と、前記第１信号線と前記第２信号線で囲まれた
領域ごとに形成されている画素電極と、前記第１信号線、前記第２信号線及び前記画素電
極に三端子が連結された薄膜トランジスタとを有している。第２表示板は、前記画素電極
と対向する共通電極が形成されている。液晶層は、前記第１表示板と前記第２表示板の間
に形成されている。ドメイン分割手段は、前記第１絶縁表示板と前記第２絶縁表示板のう
ちの少なくとも一方に形成され、前記液晶層の液晶分子を前記画素において複数のドメイ
ンに分割する。プレチルト膜は、前記ドメイン分割手段に対して両側または片側に向かう
ほど次第に薄い厚さのテーパ構造が採用されている。
【００２２】
　ドメイン規制手段は、画素電極が有する第１ドメイン規制手段と、共通電極が有する第
２ドメイン規制手段とを含み、第１ドメイン規制手段及び第２ドメイン規制手段は交互に
配置されていることが好ましい。　ドメイン規制手段は、共通電極または画素電極が有す
る切開部または切開部と境界が平行であるのが好ましい。
【００２３】
　ドメイン規制手段は、第１信号線に対して実質的に±４５°をなし、ドメイン規制手段
は、画素の上下二等分線に対して実質的に鏡状対称をなすのが好ましい。
【００２４】
　ドメイン規制手段は、画素電極が有する切開部及びプレチルト膜の稜線とを有すること
ができ、稜線は突起を有することができ、共通電極は切開部を有しないこともあり得る。
【００２５】
　ドメイン規制手段は、第１信号線に対して実質的に±４５°をなし、画素の上下二等分
線に対して実質的に鏡状対称をなし、液晶層の液晶分子は、第１表示板及び第２表示板に
対して長軸が垂直に配列されるのが好ましい。
【００２６】
　プレチルト膜の稜線の厚さは、０．５～２．０μmであるものが好ましい。また、前記
第１信号線と前記第２信号線とで囲まれた領域において、前記プレチルト膜が占める面積
は半分以上であることが好ましい。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の実施例では、プレチルト膜を追加して液晶分子に傾斜を与えることで、液晶の
応答速度を向上させて、動画の実現が可能な液晶表示装置を提供することができる。
【００２８】
　また、本発明の実施例による液晶表示装置用表示板の製造方法では、スリットの幅及び
間隔を調節してプレチルト膜を形成することによって、プレチルト膜の傾斜面を均一且つ
一定に形成することができ、均一性及び再現性を保持できる製造工程を通じて工程マージ
ンを確保することができる。
【００２９】
　また、プレチルト膜を遮光部材と重畳させることで、画像表示時に光透過率低下を最少
に抑制し、データ線によって発生する電場を弱化して、光漏れによるムラを最少化するこ
とができ、これを通じて、データ線と画素電極の整列マージンを広く確保することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の実施例に対して、本発明が属する技術分野に
おける通常の知識を有する者が容易に実施することができるように詳細に説明する。しか
し、本発明は、多様な形態で実現することができ、ここで説明する実施例に限定されない
。
【００３１】
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　図面は、各種層及び領域を明確に表現するために、厚さを拡大して示している。明細書
全体を通じて類似した部分については同一な図面符号を付けている。層、膜、領域、板な
どの部分が、他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合
に限らず、その中間に更に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の“す
ぐ上に”あるとする時、これは中間に他の部分がない場合を意味する。
【００３２】
　図面を参考にして本発明の実施例による表示板及びこれを含む多重ドメイン液晶表示装
置について説明する。
【００３３】
　図１は本発明の一実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の構造を示す配
置図であり、図２は本発明の一実施例による液晶表示装置用共通電極表示板の構造を示す
配置図であり、図３は本発明の図１及び図２の表示板を整列して完成した一実施例による
液晶表示装置の構造を示す配置図であり、図４は図３に示す液晶表示装置のIV-IV´線に
よる断面図である。
【００３４】
　本実施例による液晶表示装置では、薄膜トランジスタ表示板１００、共通電極表示板２
００、これら二つの表示板１００、２００の間に挿入されている液晶層３を含む。
【００３５】
　まず、図１、図３及び図４を参考にして、薄膜トランジスタ表示板１００について詳細
に説明する。
【００３６】
　絶縁基板１１０上にゲート信号を伝達する複数のゲート線１２１と、複数の維持電極線
１３１が形成されている。
【００３７】
　ゲート線１２１は、主に横方向にのびて互いに分離され、ゲート信号を伝達する。各ゲ
ート線１２１は、複数のゲート電極１２４をなす突出部と、他の層または外部装置の接続
のための面積の広い端部１２９を有する。
【００３８】
　各維持電極線１３１は、主に横方向にのび、第１乃至第４維持電極１３３a、１３３b、
１３３c、１３３dを形成する複数組の枝群を含む。第１維持電極１３３a及び第２維持電
極１３３bは縦方向にのび、第３及び第４維持電極１３３c、１３３dは斜線方向にのび、
第２維持電極１３３bの両端に連結され隣り合うように第１維持電極１３３aに連結されて
いる。第３及び第４維持電極１３３c、１３３dは、隣接する二つのゲート線１２１間の中
央線に対して反転対称をなす。維持電極線１３１には、液晶表示装置の共通電極表示板２
００の共通電極２７０に印加される共通電圧などの所定電圧が印加される。
【００３９】
　ゲート線１２１、維持電極線１３１は、アルミニウム系列金属、銀系列金属、銅系列金
属、モリブデン系列金属、クロム、チタニウム、タンタルなどを含有することが好ましく
、単一膜構造または多層膜構造で形成することができる。多層膜は、例えば、物理的性質
が異なる二つの膜、つまり下部膜とその上の上部膜を含むことができる。一つの導電膜は
、信号遅延や電圧降下を減らせるように、低い比抵抗の金属、例えば、アルミニウム（Al
）やアルミニウム合金などのアルミニウム系列の金属、銀（Ag）や銀合金などの銀系列の
金属、銅（Cu）や銅合金などの銅系列の金属などを多く含ませることができる。これとは
異なって、別の導電膜は、他の物質、特にITO（indium tin oxide）及びIZO（indium zin
c oxide）との接触特性が優れた物質、例えばクロム、モリブデン（Mo）、モリブデン合
金、タンタル（Ta）、またはチタニウム（Ti）などを多く含ませることができる。二つの
導電膜の好適な例には、クロム/アルミニウム-ネオジム（Nd）合金、またはモリブデンや
モリブデン合金/アルミニウム合金を挙げられる。
【００４０】
　また、ゲート線１２１及び維持電極線１３１の側面は、絶縁基板１１０表面に対して傾
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斜し、その傾斜角は約３０～８０°であることが好ましい。
【００４１】
　ゲート線１２１及び維持電極線１３１の上には、窒化ケイ素（SiNx）などからなるゲー
ト絶縁膜１４０が形成されている。
【００４２】
　ゲート絶縁膜１４０上部には、水素化非晶質シリコン（非晶質シリコンはa-Siと略称す
る）などからなる複数の線状半導体１５１が形成されている。それぞれの線状半導体１５
１は主に縦方向にのびており、ここから複数の突出部１５４がゲート電極１２４に向けて
のびている。突出部１５４は、ゲート線１２１及び維持電極線１３１の上部まで拡張され
ている。線状半導体１５１は、維持電極線１３１が通るデータ線１７１下部で広い幅に拡
張され、維持電極線１３１の一部を完全に覆うのが好ましい。
【００４３】
　半導体１５１の上部には、シリサイド（silicide）またはリンなどのn型不純物が高濃
度にドーピングされているn+水素化非晶質シリコンなどの物質で形成された複数の線状及
び島状抵抗性接触部材１６１、１６５が形成されている。線状抵抗性接触部材１６１は、
複数の突出部１６３を有し、この突出部１６３と島状抵抗性接触部材１６５が対をなして
半導体１５１上に配設され、ゲート電極１２４を中心に互いに対向している。
【００４４】
　半導体１５１及び抵抗性接触部材１６１、１６５の側面も、絶縁基板１１０の表面に対
して傾斜し、その傾斜角は３０～８０°であるのが好ましい。
【００４５】
　抵抗性接触部材１６１、１６５及びゲート絶縁膜１４０の上には、各々複数のデータ線
１７１と、そこから分離されている複数のドレイン電極１７５が形成されている。
【００４６】
　データ線１７１は主に縦方向にのびて、ゲート線１２１及び維持電極線１３１と交差し
てデータ電圧を伝達する。各データ線１７１は、他の層または外部装置との接続のための
広い端部１７９を有している。
【００４７】
　それぞれのドレイン電極１７５は、広い幅に拡張された拡張部を含む。データ線１７１
の各々は複数の突出部を含み、この突出部は、半導体１５１上部に位置するドレイン電極
１７５の一端部を一部囲むように曲がりソース電極１７３を形成する。一つのゲート電極
１２４、一つのソース電極１７３及び一つのドレイン電極１７５は、半導体の突出部１５
４と共に一つの薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を形成し、薄膜トランジスタのチャンネルは
、ソース電極１７３とドレイン電極１７５の間の突出部１５４に設けられる。
【００４８】
　なお、データ線１７１と同一層には、ゲート線１２１上に位置する複数の橋部金属片（
under-bridge metal piece）１７８が形成されており、この橋部金属片１７８はゲート線
１２１と重なって配設されている。
【００４９】
　データ線１７１及びドレイン電極１７５もゲート線１２１をなす導電物質を含み、クロ
ムまたはモリブデン系列の金属、タンタル及びチタニウムなど耐火性金属を含むのが好ま
しく、耐火性金属などの下部膜（図示せず）と、その上に位置する低抵抗物質の上部膜（
図示せず）からなる多層膜構造を有することができる。
【００５０】
　データ線１７１及びドレイン電極１７５もゲート線１２１及び維持電極線１３１と同様
に、その側面が約３０～８０°それぞれ傾斜している
　抵抗性接触部材１６１、１６５は、その下部の半導体１５１とその上部のデータ線１７
１、及びドレイン電極１７５の間にのみ存在し、接触抵抗を低くする役割をする。線状半
導体１５１は、ソース電極１７３とドレイン電極１７５の間を始めとして、データ線１７
１及びドレイン電極１７５で覆われず露出された部分を有している。
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【００５１】
　データ線１７１及びドレイン電極１７５と、これらで覆われずに露出された半導体１５
１部分の上には保護膜１８０が形成されている。保護膜１８０は、平坦化特性が優れて感
光性を有する有機物質、プラズマ化学気相蒸着（PECVD）で形成されるa-Si:C:O、a-Si:O:
Fなどの４．０以下の低誘電率絶縁物質、または無機物質である窒化ケイ素や酸化ケイ素
などで形成されるのが好ましい。
【００５２】
　保護膜１８０には、ドレイン電極１７５の拡張部と、データ線１７１の端部１７９を各
々露出する複数の接触孔１８２、１８５が形成され、ゲート絶縁膜１４０と共にゲート線
１２１の端部１２９及び維持電極線１３１の一部を露出する複数の接触孔１８１、１８３
a、１８３bが形成されている。接触孔１８１、１８２、１８３a、１８３b、１８５は、多
角形または円形など様々な形状とされることができる。接触孔１８１、１８２の面積は、
約０．５mm×１５μm以上、約２mm×６０μm以下であるのが好ましい。接触孔１８１、１
８２、１８３a、１８３b、１８５の側壁は、３０°～８５°傾斜したり、階段型である。
【００５３】
　保護膜１８０上には、ITOまたはIZOを主として含む複数の画素電極１９０、維持電極線
連結橋８３及び複数の接触補助部材８１、８２が形成されている。これとは異なって、画
素電極１９０は、透明な導電性ポリマーで形成したり、反射型液晶表示装置の場合には、
画素電極１９０が不透明な反射性金属で形成できる。この場合、接触補助部材８１、８２
は、画素電極１９０とは異なる物質、例えば、ITOやIZOで形成することができる。
【００５４】
　維持電極線連結橋８３は、ゲート線１２１とソース電極１７３を横切り、接触孔１８３
a、１８３bを通じてゲート線１２１を隔てて反対側に位置する第１維持電極１３３aの露
出された端部と、維持電極線１３１の露出された部分に連結されている。維持電極１３３
a、１３３bを始めとする維持電極線１３１は、維持電極線連結橋８３及び橋部金属片１７
８と、ゲート線１２１やデータ線１７１、または薄膜トランジスタの欠陥修理に用いられ
る。ゲート線１２１修理に際しては、ゲート線１２１と維持電極線連結橋８３の交差点を
レーザー照射し、ゲート線１２１と維持電極線連結橋８３を電気的に連結することで、ゲ
ート線１２１と維持電極線１３１を電気的に連結する。前記橋部金属片１７８は、ゲート
線１２１と維持電極線連結橋８３の電気的連結を強化する。
【００５５】
　画素電極１９０は、接触孔１８５を通じてドレイン電極１７５と物理的・電気的に連結
されて、ドレイン電極１７５からデータ電圧の印加を受ける。
【００５６】
　データ電圧が印加された画素電極１９０は、共通電極２７０と共に電場を生成すること
によって液晶層３の液晶分子３１０を再配列する。
【００５７】
　画素電極１９０及び共通電極２７０は、蓄電器（以下、液晶蓄電器（liquid crystal c
apacitor）と言う）を形成して、薄膜トランジスタがターンオフされた後にも印加された
電圧を維持しており、電圧維持能力を強化するために、液晶蓄電器と並列に連結された別
の蓄電器を設けるが、これを維持蓄電器（storage capacitor）と言う。維持蓄電器は、
画素電極１９０と維持電極線１３１の重畳などで形成され、維持蓄電器の静電容量、即ち
、保持容量を増やすために、維持電極線１３１に維持電極１３３a、１３３b、１３３cを
設け、画素電極１９０に連結されたドレイン電極１７５を延長及び拡張して重畳させるこ
とで端子間の距離を近くし、重畳面積を大きくする。
【００５８】
　各画素電極１９０は、左側角に面取り加工をし、面取り加工された斜辺は、ゲート線１
２１に対して約４５度の角度である。
【００５９】
　画素電極１９０は、中央切開部９１と下部切開部９２a及び上部切開部９２bを有し、画
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素電極１９０は、前記切開部９１、９２a、９２bによって複数の領域に分割される。切開
部９１、９２a、９２bは、画素電極１９０をゲート線１２１と平行に二等分する横中心線
に対してほぼ反転対称をなしている。
【００６０】
　下部及び上部切開部９２a、９２bは、大略画素電極１９０の右側辺から左側辺に斜めに
のびており、画素電極１９０の横中心線に対して下半面と上半面に各々位置している。下
部及び上部切開部９２a、９２bは、ゲート線１２１に対して約４５度をなし、互いに垂直
にのびている。
【００６１】
　中央切開部９１は、画素電極１９０の中央に配置され右辺側に入口を有している。中央
切開部９１の入口は、下部切開部９２aと上部切開部９２bに各々ほぼ平行である一対の斜
辺を有している。
【００６２】
　したがって、画素電極の下半面は、下部切開部９２aによって二つの領域に分けられ、
上半面もまた上部切開部９２bによって二つの領域に分けられている。ここで、領域数及
び切開部数は、画素の大きさ、画素電極の横辺と縦辺の長さ比率、液晶層３の種類や特性
などの設計要素によって異なり、傾斜方向も変わることがある。
【００６３】
　接触補助部材８１、８２は、接触孔１８１、１８２を通じて各々データ線１７１及びゲ
ート線１２１の端部１２９、１７９と連結される。接触補助部材８１、８２は、データ線
１７１及びゲート線１２１の端部１７９、１２９と外部装置との接着性を補完し、これら
を保護する役割をする。
【００６４】
　画素電極１９０が形成されている保護膜１８０の上部には、テーパ構造に形成されて傾
斜面を有し、絶縁物質からなるプレチルト膜３３０が形成されている。この時、水平面に
対してプレチルト膜３３０の傾斜面が傾斜した基板１１０面に対して傾斜角（θ）が１～
１０°であるのが好ましく、切開部９１、９２a、９２bを中心に両側または片側に向かう
ほど次第に薄い厚さを有し、切開部９１、９２a、９２bに対応して稜線を有する。プレチ
ルト膜３３０の稜線の高さは０．５～２．０μmであり、プレチルト膜３３０が覆う面積
は、画素の１/２以上であるのが好ましい。プレチルト膜３３０は、少なくとも切開部９
１、９２a、９２bの境界と平行である二つの境界と、画素電極１９０の辺と平行である境
界を有して、平行四辺形、これらが連結されて“<”または三角形模様とされている。こ
の時、隣り合う画素のプレチルト膜３３０は、互いに連結された形態を有することができ
る。
【００６５】
　次に、図２乃至図４を参考にして、共通電極表示板２００について説明する。
【００６６】
　透明なガラスなどからなる絶縁基板２１０上に、遮光部材２２０が形成されている。遮
光部材２２０は、画素電極１９０と対向し、画素電極１９０とほぼ同一形状を有する複数
の開口部を有し、ゲート線１２１及びデータ線１７１に対応する部分と、薄膜トランジス
タに対応する部分からなることが好ましい。
【００６７】
　絶縁基板２１０上には、また、複数のカラーフィルター２３０が形成され、遮光部材２
２０で囲まれた領域内に大部分位置する。カラーフィルター２３０は、画素電極１９０に
沿って縦方向に長くのびることができる。カラーフィルター２３０は、赤色、緑色及び青
色などの原色のうちの一つを表示できる。
【００６８】
　カラーフィルター２３０の上には、カバー膜２５０が形成されている。
【００６９】
　カバー膜２５０の上には、ITO、IZOなどの透明な導電体などからなる共通電極２７０が
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形成されている。
【００７０】
　共通電極２７０は、複数組の切開部７１、７２a、７２b群を有している。
【００７１】
　一組の切開部７１、７２a、７２bは、一つの画素電極１９０a、１９０bと対向し、中央
切開部７１と下部切開部７２a及び上部切開部７２bを含む。切開部７１、７２a、７２bの
各々は、画素電極１９０a、１９０bの隣接切開部９１、９２a、９２bの間または切開部９
２a、９２bと第１画素電極１９０aの面取り加工された斜辺の間に形成されている。また
、各切開部７１、７２a、７２bは、画素電極の下部切開部９２aまたは上部切開部９２bと
平行にのびる少なくとも一つの斜線部を含む。
【００７２】
　下部及び上部切開部７２a、７２bの各々は、大略画素電極の左辺から上辺または下辺に
向けてのびる斜線部と、そして、斜線部の各端から画素電極の辺に沿って辺と重なっての
びて、斜線部と鈍角をなす横部及び縦部とを含む。
【００７３】
　中央切開部７１は、大略画素電極の左辺から横方向にのびた中央横部と、この中央横部
の端部から中央横部と斜角をなし、画素電極の右辺に向けてのびた一対の斜線部と、そし
て、斜線部の各端から画素電極の右辺に沿って右辺と重なってのびて、斜線部と鈍角をな
す縦断縦部とを含む。
【００７４】
　切開部７１、７２a、７２bの数及び方向もまた設計要素によって変化し、遮光部材２２
０が切開部７１、７２a、７２bと重なって、切開部７１、７２a、７２b付近の光漏れを遮
断することができる。
【００７５】
　二つの表示板１００、２００の内側面には、垂直配向膜１１、２１が各々塗布され、外
側面には、偏光子１２、２２が各々配設されている。二つの偏光子１２、２２の透過軸は
直交しており、このうち一つの透過軸は、ゲート線１２１に対して並んでいる。反射型液
晶表示装置の場合には、二つの偏光子１２、２２のうちの一つが省略できる。
【００７６】
　表示板１００、２００と偏光子１２、２２の間には、各々液晶層３の遅延値を補償する
ための位相遅延フィルム（retardation film）が入れられる。位相遅延フィルムは、複屈
折性（birefringce）を有し、液晶層３の複屈折性を逆に補償する役割をする。遅延フィ
ルムには、一軸性または二軸性の光学フィルムが用いられ、特に、ネガティブの一軸性光
学フィルムを用いることができる。
【００７７】
　液晶表示装置はまた、偏光子１２、２２、位相遅延フィルム、表示板１００、２００及
び液晶層３に光を供給する照明部（backlight unit）を含むことができる。
【００７８】
　液晶層３は負の誘電率異方性を有し、液晶層３の液晶分子３１０は、電界がない状態で
その長軸が二つの表示板の表面に対して垂直をなすように配向されている。したがって、
入射光は、直交偏光子１２、２２を通過することができずに遮断される。ここでの配向膜
１１、２１としては、水平配配向膜とすることができる。
【００７９】
　薄膜トランジスタ表示板１００と共通電極表示板２００との間には、主として絶縁物質
によって形成されており、二つの表示板１００、２００の間隔を一定に維持するための基
板間隔材３２０が形成されている。
【００８０】
　この時、プレチルト膜３３０は、基板間隔材３２０と同一の層とすることができ、保護
膜１８０と一体に形成させることができる。
【００８１】
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　一方、液晶分子３１０の傾斜方向と偏光子１２、２２の透過軸の延びる方向とのなす角
が４５度となる場合に最高輝度が得られるが、本実施例の場合、全てのドメインにおいて
液晶分子３１０の傾斜方向がゲート線１２１と４５度をなしており、ゲート線１２１は、
表示板１００、２００の周縁と垂直または水平である。よって、本発明の実施例では、偏
光子１２、２２の透過軸を表示板１００、２００の周縁に対して垂直または平行に付着す
ることによって、最高輝度を得ることができると同時に偏光子１２、２２を安価に製造す
ることが可能になる。
【００８２】
　共通電極２７０に共通電圧を印加し、画素電極１９０にデータ電圧を印加することによ
って、表示板の表面にほぼ垂直である主電界（primary electric field）が生成される。
　　　
【００８３】
　液晶分子３１０は、電界に応答してその長軸が電界方向に対して垂直になるように方向
を変えようとする。一方、共通電極２７０及び画素電極１９０の切開部７１、７２a、７
２b、９１、９２a、９２bと、これらと平行である画素電極１９０の辺は、主電界を歪曲
して液晶分子の傾斜方向を決定する水平成分を形成する。主電界の水平成分は、切開部７
１、７２a、７２b、９１、９２a、９２bの辺と画素電極１９０の辺に対して垂直である。
なお、切開部７１、７２a、７２b、９１、９２a、９２bの対向する二つの辺における主電
界の水平成分は互いに逆方向である。
【００８４】
　このような電界を通じて、切開部７１、７２a、７２b、９１、９２a、９２bは、液晶層
３の液晶分子が傾斜する方向を制御する。隣接する切開部７１、７２a、７６b、９１、９
２a、９２bによって定義されたり、切開部７２a、７２bと画素電極１９０の左側斜辺によ
って定義される各ドメイン内にある液晶分子は、切開部７１、７２a、７２b、９１、９２
a、９２bの長さ方向に対して垂直をなす方向に傾斜する。各ドメインの最長辺２つはほぼ
並び、ゲート線１２１と約±４５度をなし、ドメイン内で液晶分子のほとんどは４方向に
傾斜する。
【００８５】
　この時、電界が加わらない状態でもテーパ構造のプレチルト膜３３０によって液晶分子
は任意の方向に傾斜する。即ち、液晶分子３１０のうちのドメイン内部に位置する液晶分
子３１０も、プレチルト膜３３０の傾斜によって誘導される傾斜した配向力、及びプレチ
ルト膜３３０の厚さの差に起因するセルギャップ差による等電位線の変化などの影響で、
ドメインが分割する方向にプレチルト角が与えられて横になる。共通電極２７０及び画素
電極１９０に電圧を印加したときに、切開部９１、９２a、９２b、７１、７２a、７２aに
隣接しない液晶分子３１０も横になる方向が決定され、全体的に液晶分子３１０は速やか
に駆動されて液晶分子３１０の応答速度が速くなる。
【００８６】
　切開部９１、９２a、９２b、７１、７２a、７２bの幅は、約９μm～約１２μmであるの
が好ましい。
【００８７】
　少なくとも一つの切開部９１、９２a、９２b、７１、７２a、７２bは、突起（protrusi
on）（図示せず）や陥没部（depression）（図示せず）で代替することができる。突起は
、有機物または無機物で形成でき、画素電極１９０、２７０の上または下に配置でき、そ
の幅は、約５μm～約１０μmであるのが好ましい。
【００８８】
　画素電極１９０切開部９１、９２a、９２bの境界において、これと隣接する共通電極２
７０切開部７１、７２a、７２bの境界までの間隔と、画素電極の境界においてこれと隣接
する共通電極２７０切開部７１、７２a、７２bの境界までの間隔は、約１２μm～約２０
μmであるのが好ましく、約１７μm～約１９μmであるのがより好ましい。このような範
囲の間隔にすることで、開口率は減少したが、液晶の応答速度が速くなり必要な透過率を
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確保することができた。
【００８９】
　一方、電場は、画素電極１９０、２７０の切開部と画素電極１９０の辺によって、切開
部の辺と画素電極１９０a、１９０bの辺に垂直である水平成分を有する。したがって、各
副領域の液晶分子３１０の傾斜方向は互いに異なり、これによって視野角が拡張する。
【００９０】
　切開部９１、９２a、９２b、７１、７２a、７２bの形状及び配置は変形できる。
【００９１】
　通常、本発明の構成、即ち、プレチルト膜を適用しない垂直配向モードの液晶表示装置
は、２１～２５ms程度の液晶分子の応答速度を有している。しかし、映像など動画表示の
際には、１秒間６０枚（６０フレーム）の画像を表示しなければならないので、応答速度
は、１６m秒よりも速いことが要求される。液晶の応答速度は、大きくライジングタイム
（rising time）とフォーリングタイム（falling time）に区分される。ライジングタイ
ムは、二つの表示板１００、２００に形成されたそれぞれの画素電極１９０、２７０に電
圧が印加されていない状態で最も大きい電圧を加えた場合に液晶が反応するのに要する応
答時間である。フォーリングタイムは、最も大きい電圧を印加した状態で最も低い電圧を
加えた場合に液晶が反応するのに要する応答時間、即ち、液晶分子が本来の状態に戻るの
に要する時間である。
【００９２】
　この場合、垂直配向モードの液晶表示装置でフォーリングタイムは５～６ms程度の値が
得られ、ライジングタイムは９～１０msの値を得ることができれば、液晶の応答速度を１
６ms以下という速やかな速度を実現することができ、映像など動画の表示を可能にするこ
とができる。このような速やかな液晶の応答速度は、本発明の構成を採用することで実現
でき、以下、実験例に基づいて詳細に説明する。
【００９３】
　図５は、本発明の実験例による液晶表示装置の応答速度を示す表である。
【００９４】
　図５で、#１、#４及び#６は、各々プレチルト膜３３０の傾斜角（θ）が各々１．９°
、１．８°、１．１°である場合を示すものであり、Cell gapは、二つの表示板１００、
２００間の間隔であり、Trはライジングタイムであり、Tfはフォーリングタイムであり、
Ttotはライジングタイムとフォーリングタイムを合せた液晶の応答速度であり、Vwは最も
明るい色を表示したときの駆動電圧であり、Vbは最も暗い色を表示したときの駆動電圧で
ある。
【００９５】
　図５のように、本発明の実験例では、応答速度が１６ms以下である１３．９５ms、１４
．８８ms及び１５．３４msであり、動画を実現することができた。この時、図面に示すよ
うに、プレチルト膜の傾斜角が大きくなるほどライジングタイム（Tr）及び応答速度（Tt
ot）が速くなることが分かった。
【００９６】
　図６は、本発明の他の実施例による液晶表示装置の配置図である。また、図７は、図６
に示す液晶表示装置のVII-VII´線による断面図である。
【００９７】
　本実施例による液晶表示装置も、薄膜トランジスタ表示板１００と、共通電極表示板２
００と、これら二つの表示板１００、２００の間に挿入されている液晶層３と、二つの表
示板１００、２００の外側面に付着されている１対の偏光子１２、２２とを含む。
【００９８】
　本実施例による表示板１００、２００の層状構造は、図１乃至図４とほぼ同一である。
【００９９】
　薄膜トランジスタ表示板１００において、ゲート電極１２４を含む複数のゲート線１２
１及び第１乃至第４維持電極１３３a、１３３b、１３３c、１３３dを各々含む複数の維持
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電極線１３１は、絶縁基板１１０上に形成されている。そして、この複数の維持電極線１
３１の上にゲート絶縁膜１４０、突出部１５４を含む線状半導体１５１、及び突出部１６
３を含む複数の線状抵抗性接触部材１６１及び複数の島状抵抗性接触部材１６５が順次に
形成されている。ソース電極１７３を含む複数のデータ線１７１、複数のドレイン電極１
７５及び複数の橋部金属片１７８は、抵抗性接触部材１６１、１６５上に形成され、保護
膜１８０がその上に形成され、保護膜１８０及びゲート絶縁膜１４０には、複数の接触孔
１８１、１８２、１８３a、１８３b、１８５が形成されている。保護膜１８０上には、複
数の画素電極１９０、維持電極線連結橋８３及び複数の接触補助部材８１、８２が形成さ
れ、その上には配向膜１１が塗布されている。
【０１００】
　共通電極表示板２００に関しては、遮光部材２２０、複数のカラーフィルター２３０、
カバー膜２５０、共通電極２７０及び配向膜２１が、絶縁基板２１０上に形成されている
。
【０１０１】
　しかし、半導体１５１は、薄膜トランジスタが位置する突出部１５４を除けば、データ
線１７１、ドレイン電極１７５及びその下部の抵抗性接触部材１６１、１６５と実質的に
同一平面形状を有している。詳細には、線状半導体１５１は、データ線１７１及びドレイ
ン電極１７５と、その下部の抵抗性接触部材１６１、１６５の下に存在する部分の他にも
、ソース電極１７３とドレイン電極１７５との間に、これらで覆われずに露出した部分を
有している。
【０１０２】
　また、薄膜トランジスタ表示板１００にはプレチルト膜がなく、共通電極表示板２００
に共通電極２７０が形成されているカバー膜２５０の上部には、テーパ構造に形成されて
傾斜面を有し、主として絶縁物質から構成されるプレチルト膜３３０が形成されている。
この時、プレチルト膜３３０は、共通電極２７０の切開部７１、７２a、７２bに対応して
稜線を有し、絶縁基板１１０の水平面に対してプレチルト膜３３０の傾斜面の傾斜角（θ
）が１～１０°であるのが好ましく、プレチルト膜３３０は、共通電極２７０の切開部７
１、７２a、７２bを中心に両側または片側に向かうほど次第に厚みが薄くなるように形成
されている。
【０１０３】
　本実施例による特徴は、既に説明した図１乃至図４の液晶表示装置にも適用できる。
【０１０４】
　このような薄膜トランジスタを本発明の一実施例によって製造する方法では、データ線
１７１及びドレイン電極１７５と、半導体１５１及び抵抗性接触部材１６１、１６５を一
度の写真工程で形成する。
【０１０５】
　このような写真工程で用いる感光膜パターンは、位置によって厚さが異なり、特に、厚
さが薄くなる順に第１部分及び第２部分を含む。第１部分は、データ線及びドレイン電極
が占める配線領域に位置し、第２部分は、薄膜トランジスタのチャンネル領域に位置する
。
【０１０６】
　位置によって感光膜パターンの厚みを異ならせる方法としては、例えば、光マスクに透
明領域（transparent area）及び遮光領域（light blocking area）の他に半透明領域（t
ranslucent area）を設ける方法などの様々がある。半透明領域には、スリット（slit）
パターン、格子パターン（lattice pattern）または透過率が中間であるか、厚さが中間
である薄膜が備わる。スリットパターンを使用する際には、スリットの幅やスリット間の
間隔が写真工程に使う露光器の分解能（resolution）よりも小さいのが好ましい。別の例
には、リフローが可能な感光膜を用いる方法がある。即ち、透明領域及び遮光領域のみを
有する通常の露光マスクにリフロー可能な感光膜パターンを形成した後リフローさせ、感
光膜が残留しない領域に流すことによって薄い部分を形成する。
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【０１０７】
　このように、一回の写真工程を減らすことができるので、製造方法が簡単になる。
【０１０８】
　図８は、本発明の他の実施例による共通電極表示板の構造を示す配置図であり、図９は
、図８の共通電極表示板を含む液晶表示装置の構造を示す配置図であり、図１０は、図９
に示す液晶表示装置のX-X´線による断面図である。
【０１０９】
　本実施例による液晶表示装置も、薄膜トランジスタ表示板１００、共通電極表示板２０
０、これら二つの表示板１００、２００の間に挿入されている液晶層３、二つの表示板１
００、２００の外側面に付着されている一対の偏光子１２、２２を含む。
【０１１０】
　本実施例による表示板１００、２００の層状構造は、図１乃至図４とほぼ同一である。
【０１１１】
　薄膜トランジスタ表示板１００において、ゲート電極１２４を含む複数のゲート線１２
１及び第１乃至第４維持電極１３３a、１３３b、１３３c、１３３dを各々含む複数の維持
電極線１３１が基板１１０上に形成されている。そして、その上にゲート絶縁膜１４０、
突出部１５４を含む線状半導体１５１及び突出部１６３を含む複数の線状抵抗性接触部材
１６１及び複数の島状抵抗性接触部材１６５が、順次に形成されている。ソース電極１７
３を含む複数のデータ線１７１、複数のドレイン電極１７５及び複数の橋部金属片１７８
が抵抗性接触部材１６１、１６５の上に形成され、保護膜１８０がその上に形成されてい
る。また、保護膜１８０及びゲート絶縁膜１４０には、複数の接触孔１８１、１８２、１
８３a、１８３b、１８５が形成されている。保護膜１８０上には、複数の画素電極１９０
、維持電極線連結橋８３及び複数の接触補助部材８１、８２が形成され、その上には配向
膜１１が塗布されている。
【０１１２】
　共通電極表示板２００に関しては、遮光部材２２０、複数のカラーフィルター２３０、
共通電極２７０及び配向膜２１が絶縁基板２１０上に形成されている。
【０１１３】
　しかし、薄膜トランジスタ表示板１００に関してはプレチルト膜が形成されていない。
これに対して、共通電極表示板２００に形成されている共通電極２７０の上部にはテーパ
構造に形成されて傾斜面を有し、主として絶縁物質からなるプレチルト膜３３０が形成さ
れている。この時、絶縁基板１１０の水平面に対するプレチルト膜３３０傾斜面の傾斜角
（θ）は、１～１０°であるのが好ましい。また、プレチルト膜３３０は、中心から画素
電極１９０の切開部９１、９２a、９２bに隣接していくほど次第に膜厚が薄くなるテーパ
構造が採用されている。したがって、プレチルト膜３３０の稜線は、図２に示すように、
共通電極２７０の切開部７１、７２a、７２b斜線部と対応している。プレチルト膜３３０
の稜線の両端は、表示特性を向上させるために、様々な形態とされることができる。この
時、プレチルト膜３３０の稜線の厚さは０．５～２．０μmであり、画素においてプレチ
ルト膜３３０が占める面積は、画素の１/２以上であるのが好ましい。
【０１１４】
　なお、共通電極２７０は、切開部を持たず、パターニングされない状態で上部絶縁基板
２１０上に全面的に形成されており、カバー膜は省略されている。
【０１１５】
　本実施例による液晶表示装置のように、共通電極２７０が切開部を持たなくても、プレ
チルト膜３３０は画素電極１９０の切開部９１、９２a、９２bと液晶分子を複数のドメイ
ンに分割する。
【０１１６】
　本発明の他の実験例では、本実施例のように、共通電極表示板２００に２°の傾斜角を
有するプレチルト膜３３０を形成し、液晶分子の応答速度を測定した。
【０１１７】
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　最も明るい色を表示するために、二つの画素電極１９０、２７０に７Vの電圧差が生ず
るように電圧を印加した状態で、液晶分子が動作するライジングタイムを測定した結果は
６．５msであった。また、最も暗い色を表示するために、二つの画素電極１９０、２７０
に１Vの電圧差が生ずるように電圧を印加した状態で、液晶分子が本来の状態に戻るフォ
ーリングタイムを測定した結果は６．３msであった。本実験例によればライジングタイム
を画期的に短縮できることが示された。これにより、ライジングタイムとフォーリングタ
イムを合わせた液晶分子の応答速度を、動画の実現が可能な１６ms以下の１２．８msを得
ることが可能になる。また、ライジングタイムをフォーリングタイムとほぼ同様に向上さ
せることによって、応答速度の非対称問題を解決することができた。
【０１１８】
　また、本実施例では、前述したように、共通電極２７０が切開部を含まず、製造工程に
おいて共通電極２７０をパターニングする工程を省略できる。更に、共通電極２７０が切
開部を有しないため、静電気を発生させる電荷が特定の位置に蓄積しなくなり、偏光子２
２が静電気で損傷をうけることを防ぐために行う静電処理を省略できる。したがって、液
晶表示装置の製造費用を著しく節減できる。
【０１１９】
　また、共通電極２７０に切開部がある場合には、切開部を通じて配向膜がカラーフィル
ター２３０に流入してカラーフィルター２３０を汚染させることがあり、これを防止する
ためにカバー膜を形成することがある。しかし、本実施例では、共通電極２７０が切開部
を持たずカバー膜を省略した。なお、本実施例のように共通電極２７０が切開部を持たな
い場合であっても、カバー膜を追加させてもよい。
【０１２０】
　本実施例による特徴は、既に説明した図１乃至図４と図６、図７の液晶表示装置にも同
様に適用できる。
【０１２１】
　図１１は、本発明の他の実施例による薄膜トランジスタ表示板を含む液晶表示装置の構
造を示す配置図であり、図１２は、図１１に示す液晶表示装置のXII-XII´線による断面
図である。
【０１２２】
　本実施例による液晶表示装置においても、薄膜トランジスタ表示板１００、共通電極表
示板２００、これら二つの表示板１００、２００の間に挿入されている液晶層３、二つの
表示板１００、２００の外側面に付着されている一対の偏光子１２、２２を含む。
【０１２３】
　本実施例による表示板１００、２００の層状構造は、図１乃至図４とほぼ同一である。
薄膜トランジスタ表示板１００に関しては、ゲート電極１２４を含む複数のゲート線１２
１及び第１乃至第４維持電極１３３a、１３３b、１３３c、１３３dを各々含む複数の維持
電極線１３１が、基板１１０上に形成されている。また、その上にゲート絶縁膜１４０、
突出部１５４を含む線状半導体１５１及び突出部１６３を含む複数の線状抵抗性接触部材
１６１及び複数の島状抵抗性接触部材１６５が順次に形成されている。ソース電極１７３
を含む複数のデータ線１７１、複数のドレイン電極１７５、及び複数の橋部金属片１７８
が、抵抗性接触部材１６１、１６５上に形成されている。また、二重構造の保護膜１８０
がその上に形成され、保護膜１８０及びゲート絶縁膜１４０には、複数の接触孔１８１、
１８２、１８３a、１８３b、１８５が形成されている。保護膜１８０上には、複数の画素
電極１９０、維持電極線連結橋８３及び複数の接触補助部材８１、８２が形成され、その
上に配向膜１１が塗布されている。
【０１２４】
　共通電極表示板２００に関しては、遮光部材２２０、カバー膜２５０、共通電極２７０
及び配向膜２１が絶縁基板２１０上に形成されている。
【０１２５】
　ところが、保護膜１８０の下部にはカラーフィルター２３０が画素に順次に形成されて
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いる。カラーフィルター２３０は、各々データ線１７１上部に境界を置き、列に沿って縦
に長く形成され、隣り合うカラーフィルター２３０がデータ線１７１上で互いに部分的に
重なってデータ線１７１上で丘をなすことができる。この時、互いに重なっているカラー
フィルター２３０は、互いに隣接する画素領域間で漏れる光を遮断する遮光部材の機能を
有することができる。したがって、本実施例による液晶表示装置では、共通電極表示板２
００に遮光部材２２０を省略し、共通電極２７０のみを配置することもできる。
【０１２６】
　次に、プレチルト膜３３０を有する本発明の実施例による液晶表示装置用表示板の製造
方法について図面を参照して詳細に説明する。ここでは、共通電極表示板の製造方法に関
して説明する。
【０１２７】
　図１３は、本発明の実施例による液晶表示装置用の共通電極表示板の製造方法でプレチ
ルト膜とマスクの整列状態を示す断面図であり、図１４は、本発明の実施例による液晶表
示装置用共通電極表示板の製造方法で、プレチルト膜とマスクの整列状態におけるマスク
のスリット模様を示す図面である。
【０１２８】
　まず、図１３のように、上部絶縁基板２１０上に画素電極１９０に対応する部分に開口
部を有する遮光部材２２０を形成する。このような遮光部材２２０は、黒色顔料を含む有
機物を形成したり、クロムまたは酸化クロムなどの金属を積層した後、マスクを用いる写
真エッチング工程でパターニングして形成する。
【０１２９】
　次に、上部絶縁基板２１０上に、周縁の一部が遮光部材２２０と重なるようにカラーフ
ィルター２３０を形成する。この時、カラーフィルター２３０は、それぞれの画素に順次
に配置されている赤色、緑色、青色のカラーフィルターを含むが、それぞれのカラーフィ
ルターは、赤色、緑色、青色の顔料を含む陰性の感光性有機膜を塗布した後、写真工程で
有機膜を露光し現像して順次に形成する。
【０１３０】
　次に、カラーフィルター２３０及び遮光部材２２０を保護するために、その上に窒化ケ
イ素または酸化ケイ素のような絶縁物質または有機絶縁物質を形成して、カバー膜２５０
を形成する。その後、ITOまたはIZOのような透明な導電物質を積層し、マスクを用いる写
真エッチング工程でパターニングして、切開部７１、７２a、７２bを有する共通電極２７
０を形成する。前述したように、共通電極表示板２００にプレチルト膜３３０を形成する
際に、カバー膜２５０を形成したり、切開部７１、７２a、７２bをパターニングする工程
は、省略することができる。
【０１３１】
　次に、共通電極２７０が形成されているカバー膜２５０の上に感光性を有する有機絶縁
物質を塗布して感光性有機膜を形成した後、マスク４００を用いて有機膜を露光し現像し
て、中央から周縁に行くほど次第に薄くなる厚さを有するテーパ構造のプレチルト膜３３
０を形成する。有機膜を選択的に露光するために、マスク４００は光の大部分を透過させ
る透過領域Ｃと、光の一部のみを透過させる半透過領域Ａ、Ｂを含む。半透過領域Ａ、Ｂ
には、光の透過率を調節するために複数のスリットが形成されている。このスリット４２
０及びスリット４２０を定義する遮光膜４１０の幅または間隔は、露光時に用いられる露
光器の分解能よりも小さいのが好ましい。前記マスク４００の半透過領域Ａ、Ｂは、プレ
チルト膜３３０の中央からプレチルト膜の両側周縁に行くほど次第に高い透過度を有する
。ここで、Ａ領域ではスリット４２０を定義する遮光膜４１０の幅が１．０～２．５μm
と一定で、スリット４２０はＡ領域の中心から両側周縁に行くほど次第に増加する幅を有
し、Ｂ領域ではスリット４２０の幅は１．０～２．５μmと一定で、遮光膜４１０はＡ領
域から遠くなるほど減少する幅を有する。このような本実施例によるマスク４００を用い
て本実施例による液晶表示装置用の表示板の製造方法では、プレチルト膜３３０の傾斜面
が一つの傾斜角（θ）を有するように形成することができ、均一性及び再現性を保持でき
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る製造工程を実施して、工程マージンを確保することができた。この時、プレチルト膜３
３０のうち最も厚い部分の厚さは、画素の透過率を考慮して１．５μm以下であるのが好
ましく、プレチルト膜３３０の断面幅は、ドメインの幅によって変更され、絶縁基板２１
０面に対するプレチルト膜３３０傾斜面の傾斜角は１．２～３．０°であるのが好ましい
。
【０１３２】
　図１５は、本発明の他の実施例による液晶表示装置でのプレチルト膜の構造を示す断面
図である。
【０１３３】
　図１５のように、本発明の実施例による液晶表示装置でのプレチルト膜３３０は、中央
から周縁に行くほど次第に薄い厚さを有する。この時、前記実施例とは異なって、プレチ
ルト膜３３０の周縁は、二重の傾斜角（α、β）を有するテーパ構造である。二重のテー
パ構造において、下部傾斜角（α）は１０°以下であるのが好ましく、上部傾斜角（β）
は５°以下であるのが好ましい。
【０１３４】
　図１６は、本発明の他の実施例による液晶表示装置用の薄膜トランジスタ表示板の配置
図であり、図１７は、本発明の他の実施例による液晶表示装置用の共通電極表示板の配置
図である。また、図１８は、図１６に示される薄膜トランジスタ表示板と、図１７に示さ
れる共通電極表示板を含む液晶表示装置の配置図であり、図１９は、図１８に示す液晶表
示装置のXIX-XIX´線による断面図であり、図２０は、図１８に示す液晶表示装置のXX-XX
´線及びXX´-XX´´線による断面図である。
【０１３５】
　本実施例による液晶表示装置は、薄膜トランジスタ表示板１００とこれと対向している
共通電極表示板２００、及びこれら二つの表示板１００、２００の間に入っている液晶層
３を含む。
【０１３６】
　まず、図１６、図１８乃至図２０を参考にして薄膜トランジスタ表示板１００について
詳細に説明する。
【０１３７】
　絶縁基板１１０上に、複数のゲート線１２１と複数の維持電極線１３１が形成されてい
る。
【０１３８】
　ゲート線１２１は、主に横方向にのびて互いに分離され、ゲート信号を伝達する。各ゲ
ート線１２１は、複数のゲート電極１２４をなす複数の突出部と、別の層または外部装置
の接続のための広い面積の端部１２９を含む。ゲート線１２１にゲート信号を印加するゲ
ート駆動回路（図示せず）が薄膜トランジスタ表示板１００に集積するときには、広い面
積の端部１２９を設けずに、ゲート線１２１をゲート駆動回路と直接連結することができ
る。
【０１３９】
　それぞれの維持電極線１３１は、主に横方向にのびており、維持電極１３５をなす複数
の突出部を含む。維持電極１３５は、菱形或いは約４５°回転した長方形であり、ゲート
線１２１付近に位置している。維持電極線１３１には、液晶表示装置の共通電極表示板２
００の共通電極２７０に印加される共通電圧などの所定の電圧が印加される。
【０１４０】
　ゲート線１２１と維持電極線１３１は、物理的性質が異なる二つの膜、即ち、下部膜と
その上の上部膜を含む。上部膜は、ゲート線１２１と維持電極線１３１の信号遅延や電圧
降下を減らせるように、低い比抵抗の金属、例えば、アルミニウム（Al）やアルミニウム
合金などのアルミニウム系列の金属、銀（Ag）や銀合金などの銀系列の金属、銅（Cu）や
銅合金などの銅系列の金属で形成できる。これとは異なって、下部膜は、別の物質、特に
ITO（indium tin oxide）及びIZO（indium zinc oxide）との物理的、化学的、電気的な
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接触特性が優れた物質、例えばクロム（Cr）、モリブデン（Mo）、モリブデン合金、タン
タル（Ta）、またはチタニウム（Ti）などで形成できる。下部膜と上部膜の組み合わせの
良い例には、クロム/アルミニウム-ネオジム（Nd）の合金を挙げられる。図１６及び図１
７で、ゲート電極１２４の下部膜及び上部膜は各々図面符号１２４p及び１２４qで示し、
ゲート線１２１の端部１２９の下部膜と上部膜は各々図面符号１２９p及び１２９qで示し
、維持電極１３５の下部膜及び上部膜は各々図面符号１３５p及び１３５qで示している。
ゲート線１２１端部１２９の上部膜１２９qの一部は除去され、その下の下部膜１２９p部
分を露出する。
【０１４１】
　ゲート線１２１及び維持電極線１３１は、単一膜構造や三層以上を含むことができる。
なお、ゲート線１２１と維持電極線１３１の側面は、絶縁基板１１０表面に対して傾斜し
、その傾斜角は約３０～８０°であるのが好ましい。
【０１４２】
　ゲート線１２１と維持電極線１３１の上には、窒化ケイ素（SiNx）などからなるゲート
絶縁膜１４０が形成されている。
【０１４３】
　ゲート絶縁膜１４０上部には、水素化非晶質シリコン（非晶質シリコンはa-Siと略称す
る）または多結晶シリコンなどからなる複数の線状半導体１５１が形成されている。それ
ぞれの線状半導体１５１は、主に縦方向にのびて周期的に折れ曲がっている。線状半導体
１５１の各々は、ゲート電極１２４に向けてのびた複数の突出部１５４を含む。
【０１４４】
　半導体１５１の上部には、シリサイド（silicide）またはn型不純物が高濃度にドーピ
ングされているn+水素化非晶質シリコンなどの物質からなる複数の線状及び島状抵抗性接
触部材１６１、１６５が形成されている。線状抵抗性接触部材１６１の各々は、複数の突
出部１６３を有しており、この突出部１６３と島状抵抗性接触部材１６５は対をなして、
半導体１５１の突出部１５４上に配置されている。
【０１４５】
　線状半導体１５１と抵抗性接触部材１６１、１６５の側面もまた基板１１０の表面に対
して傾斜し、その傾斜角は３０～８０°であるのが好ましい。
【０１４６】
　抵抗性接触部材１６１、１６５及びゲート絶縁膜１４０の上には、各々複数のデータ線
１７１と、複数のドレイン電極１７５が形成されている。
【０１４７】
　データ線１７１は、主に縦方向にのびてゲート線１２１及び維持電極線１３１と交差し
、データ電圧を伝達する。各データ線１７１は、別の層または外部装置との接続のための
広い端部１７９を有し、複数対の斜線部（oblique portion）と複数の縦部（longitudina
l portion）を含み、周期的に折れ曲がっている。一対をなす斜線部は、互いに連結され
てＹ字状（chevron）であり、その両端が各縦部に連結されている。データ線１７１の斜
線部は、ゲート線１２１と約４５°をなし、縦部はゲート線１２１と交差する。この時、
一対の斜線部と一つの縦部の長さの比率は、約１：１乃至約９：１である。即ち、一対の
斜線部と一つの縦部の全体の長さにおいて一対の斜線部が占める比率は約５０％～約９０
％である。データ線１７１において、隣接する二つの縦部間の部分が２回以上折れ曲がる
ように、一対の斜線部の代わりに三つ以上の斜線部を形成することもできる。
【０１４８】
　各ドレイン電極１７５は、一つの維持電極１３５と重なっている長方形或いは菱形の拡
張部を含む。ドレイン電極１７５の拡張部の辺は、維持電極１３５の辺と実質的に平行で
ある。データ線１７１の縦部の各々は、複数の突出部を含み、この突出部を含む縦部がド
レイン電極１７５の拡張部の反対側端部を一部囲むソース電極１７３をなす。一つのゲー
ト電極１２４、一つのソース電極１７３、及び一つのドレイン電極１７５は、半導体１５
１の突出部１５４と共に一つの薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）をなし、薄膜トランジスタの
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チャンネル（channel）は、ソース電極１７３とドレイン電極１７５の間の突出部１５４
に形成される。
【０１４９】
　データ線１７１及びドレイン電極１７５もまたモリブデン、モリブデン合金、クロム、
タンタル、チタニウムなどの下部膜１７１p、１７５pと、その上に位置するアルミニウム
系列金属、銀系列金属、銅系列金属などの上部膜１７１q、１７５qで構成される。図１５
及び図１６で、ソース電極１７３の下部膜及び上部膜は、各々図面符号１７３p及び１７
３qで示し、データ線１７１の端部１７９の下部膜及び上部膜は、各々図面符号１７９p及
び１７９qで示した。ドレイン電極１７５及びデータ線１７１の端部１７９の上部膜１７
５q、１７９q一部は除去され、その下の下部膜１７５p、１７９p部分を露出する。
データ線１７１及びドレイン電極１７５もゲート線１２１及び維持電極線１３１と同様に
、その側面が約３０～８０°傾斜している。
【０１５０】
　抵抗性接触部材１６１、１６５は、その下部の半導体１５１とその上部のデータ線１７
１、及びドレイン電極１７５の間にのみ存在し、接触抵抗を低くする役割をする。
【０１５１】
　データ線１７１及びドレイン電極１７５と、これらで覆われずに露出された半導体１５
１部分の上には、平坦化特性が優れて感光性を有する有機物質、プラズマ化学気相蒸着（
PECVD）で形成されるa-Si:C:O、a-Si:O:Fなどの低誘電率絶縁物質、または無機物質であ
る窒化ケイ素や酸化ケイ素などからなる保護膜１８０が形成されている。保護膜１８０は
、半導体１５１のチャンネル部が有機物と直接接触しないように、下部無機膜と上部有機
膜の二重膜構造を有することができる。
【０１５２】
　保護膜１８０には、データ線１７１の端部１７９とドレイン電極１７５を各々露出する
複数の接触孔１８２、１８５が形成され、保護膜１８０及びゲート絶縁膜１４０には、ゲ
ート線１２１の端部１２９を露出する複数の接触孔１８１が形成されている。既に説明し
た下部膜１２９p、１７９p、１７５pの露出された部分は、各々接触孔１８１、１８２、
１８５を通じて露出されている。接触孔１８１、１８２、１８５は、多角形または円形な
ど様々な形状とすることができる。また、接触孔１８１、１８２の面積は０．５mm×１５
μm以上、２mm×６０μm以下であるのが好ましい。接触孔１８１、１８２、１８５の側壁
は、３０°～８５°傾斜したり階段型である。
【０１５３】
　保護膜１８０上には、ITOまたはIZOなどの透明な導電物質からなる複数の画素電極１９
０及び複数の接触補助部材８１、８２が形成されている。反射型液晶表示装置の場合、画
素電極１９０などは銀やアルミニウムなどの不透明な反射性金属で形成できる。
【０１５４】
　各画素電極１９０は、データ線１７１とゲート線１２１で囲まれた領域内にほとんど存
在するのでＹ字状に形成されている。画素電極は、維持電極１３５を始めとする維持電極
線１３１とドレイン電極１７５の拡張部を覆い、隣接する維持電極１３５の辺にほぼ平行
に面取り加工された辺を有している。
【０１５５】
　画素電極１９０はまた、隣接するゲート線１２１及びデータ線１７１と重なって開口率
を上げている。
【０１５６】
　接触補助部材８１、８２は、接触孔１８１、１８２を通じてゲート線１２１の端部１２
９及びデータ線１７１の端部１７９と各々連結される。接触補助部材８１、８２は、ゲー
ト線１２１の露出された端部１２９及びデータ線１７１の露出された端部１７９と外部装
置との接着性を補完し、これらを保護する役割をするものである。接触補助部材８１、８
２は、異方性導電膜（図示せず）などを通じて外部装置と連結される。
【０１５７】
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　ゲート駆動回路が薄膜トランジスタ表示板１００に集積する場合は、接触補助部材８１
がゲート駆動回路の金属層とゲート線１２１を連結する役割をすることができる。これと
同様に、データ駆動回路が薄膜トランジスタ表示板１００に集積する場合は、接触補助部
材８２がデータ駆動回路の金属層とデータ線１７１を連結する役割をすることができる。
【０１５８】
　画素電極１９０が形成されている保護膜１８０の上部には、前記実施例と同様に、絶縁
物質からなり、中央から両周縁に行くほど次第に薄い厚さを有するプレチルト膜３３０が
形成されている。この時、各プレチルト膜３３０の中心である稜線は、互いに隣接する画
素電極１９０間、即ち、データ線上部に位置し、データ線１７１の斜線部に沿って折れ曲
がっており、周縁部の境界は、画素電極１９０の境界とほぼ平行で、互いに隣接する二つ
のデータ線１７１間の中心付近に位置し、Ｙ字状に形成されている。
【０１５９】
　最後に、保護膜１８０及びプレチルト膜３３０の上には、垂直配向膜１１が形成されて
いる。
【０１６０】
　次に、共通電極表示板２００について図１７、図１８及び図１９を参考にして説明する
。
【０１６１】
　透明なガラスなどの絶縁基板２１０の上にブラックマトリックスという遮光部材２２０
が形成されている。遮光部材２２０は、データ線１７１の斜線部と対向する複数の斜線部
と、データ線１７１の縦部及び薄膜トランジスタと対向する直角三角形部を含み、画素電
極１９０間の光漏れを防止し、画素電極１９０と対向する開口領域を定義する。
【０１６２】
　複数のカラーフィルター２３０が、絶縁基板２１０と遮光部材２２０の上に形成され、
遮光部材２２０が定義する開口領域内にほとんど入れられるように配置されている。縦方
向に配列されたカラーフィルター２３０は、隣接する二つのデータ線１７１間に位置し、
互いに連結されて一つの帯を形成することができる。各カラーフィルター２３０は、赤色
、緑色及び青色など三原色のうちの一つを表示することができる。
【０１６３】
　カラーフィルター２３０及び遮光部材２２０の上には、有機物質などからなるカバー膜
（over coat）２５０が形成され、カラーフィルター２３０を保護し、表面を平坦にする
。
【０１６４】
　カバー膜２５０の上には、ITOまたはIZOなどの透明な導電物質などからなる共通電極２
７０が形成されている。共通電極２７０は、共通電圧の印加を受け、複数のＹ字状の切開
部２７１を有している。各切開部２７１は、互いに連結されている一対の斜線部、斜線部
のうちの一つに連結されている横部、そして斜線部のうちのもう一つに連結されている縦
部を含む。切開部２７１の斜線部は、データ線１７１の斜線部とほぼ平行であり、画素電
極１９０を左右半分に二等分する形態で画素電極１９０と対向している。切開部２７１の
横部及び縦部は、各々画素電極１９０の横辺及び縦辺と整列しており、切開部２７１の斜
線部と鈍角をなす。ここで、切開部２７１は、液晶層３の液晶分子３１０の傾斜方向を制
御するためのもので、その幅は約９μm～１２μmであるのが好ましい。切開部２７１は、
共通電極２７０の上または下に位置する有機物突起と交替することができ、この時の突起
幅は約５μm～１０μmである。共通電極２７０上には、垂直配向膜２１が形成されている
。
【０１６５】
　表示板１００、２００の外側面には、一対の偏光子１２、２２が付着されており、これ
らの透過軸は直交し、そのうちの一つの透過軸、例えば薄膜トランジスタ表示板１００に
付着された偏光子１２の透過軸は、ゲート線１２１と平行である。反射型液晶表示装置の
場合、薄膜トランジスタ表示板１００に付着された偏光子１２は省略する。
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【０１６６】
　表示板１００、２００と偏光子１２、２２の間には、各々液晶層３の遅延値を補償する
ための遅延フィルム（retardation film）１３、２３が含まれている。遅延フィルム１３
、２３は複屈折性を有し、液晶層３の複屈折性を逆に補償する役割をする。遅延フィルム
１３、２３には、一軸性または二軸性光学フィルムを用いることができ、特にネガティー
ブ（negative）一軸性光学フィルムを用いられる。
【０１６７】
　液晶表示装置はまた、偏光子１２、２２、遅延フィルム１３、２３、表示板１００、２
００及び液晶層３に光を供給する照明部（backlight unit）を含むことができる。
【０１６８】
　なお、配向膜１１、２１は、水平配向膜とすることができる。
【０１６９】
　液晶層３は負の誘電率異方性を有し、液晶層３の液晶分子３１０は、電界のない状態で
その長軸が二つの表示板の表面に対して垂直をなすように配向されている。したがって、
入射光は、直交偏光子１２、２２を通過できず遮断される。
【０１７０】
　共通電極２７０に共通電圧を印加し、画素電極１９０にデータ電圧を印加すれば、表示
板の表面とほぼ垂直な主電界（primary electric field）が生成される。液晶分子３１０
は、電界に応答してその長軸が電界の方向に垂直をなすように方向を変えようとする。一
方、共通電極２７０の切開部７１と画素電極１９０の辺は、主電界を歪曲して液晶分子３
１０の傾斜方向を決定する水平成分を形成する。主電界の水平成分は、切開部７１の辺と
画素電極１９０の辺に垂直である。そして、切開部７１の対向する二つの辺での主電界の
水平成分は互いに逆方向である。
【０１７１】
　一つの画素電極１９０の上に位置する液晶層３の一画素領域には、互いに異なる傾斜方
向を有する４個の副領域が形成されるが、これらの副領域は、画素電極１９０の辺、画素
電極１９０を二等分する切開部７１及び切開部７１の斜線部が出会う地点を通過する仮想
の横中心線に区分される。各副領域は、切開部７１及び画素電極１９０の斜辺によって各
々定義される二つの主辺を有し、主辺間の距離は約１０μm～３０μmであるのが好ましい
。一つの画素領域に包含される副領域の数は、画素領域の平面面積が約１００μm×３０
０μm未満であれば４個であり、そうでなければ４個または８個であるのが好ましい。副
領域の数は、共通電極２７０の切開部７１数を変更したり、画素電極１９０に切開部を設
けたり、画素電極１９０辺の切曲点の数を変更することによって変わり得る。副領域は、
傾斜方向によって複数のドメイン、好ましくは４個のドメインに分類される。
【０１７２】
　一方、画素電極１９０間の電圧差によって副次的に生成される副電界（secondary elec
tric field）の方向は、切開部７１の辺と垂直である。したがって、副電界の方向と主電
界の水平成分の方向と一致している。結局、画素電極１９０間の副電界は、液晶分子３１
０の傾斜方向の決定を強化する方に働く。
【０１７３】
　液晶表示装置では、点反転、列反転などの反転駆動方法を一般に用いているので、隣接
する画素電極は、共通電圧に対して逆極性の電圧の印加を受ける。したがって、副電界は
ほぼ常に発生し、その方向はドメインの安定性に寄与する方向となる。
【０１７４】
　本実施例による液晶表示装置では、プレチルト膜３３０の稜線部分が遮光部材２２０及
びデータ線１７１と重なっており、画像表示の際に光透過率の低下を最少に抑えることが
できる。また、プレチルト膜３３０がデータ線１７１上部に位置しデータ線によって発生
する電場を弱化することで、データ線１７１上部で液晶分子の配列が歪曲することを最少
に抑制でき、データ線１７１と互いに隣接する画素電極１９０間の相互作用で発生する光
漏れによるムラを最少化することができる。これを通じて、データ線１７１と画素電極１
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９０の整列マージンを広く確保することができる。
【０１７５】
　図１６乃至図２０に示される薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によって製造
する方法について詳細に説明する。
【０１７６】
　図２１a及び図２１bは、本発明の一実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示
板を製造する中間段階での断面図であり、図２２a及び図２２bは、図２１a及び図２１bに
続く工程の断面図である。
【０１７７】
　まず、図２１a及び図２１bに示すように、クロム、モリブデンまたはモリブデン合金な
どからなる下部導電膜と、アルミニウム系列金属または銀系列金属などからなる上部導電
膜を、絶縁基板１１０上に順次にスパッタリング蒸着し、順次に湿式または乾式エッチン
グして、複数のゲート電極１２４及び端部１２９を含むゲート線１２１と、複数の維持電
極１３５を含む維持電極線１３１を形成する。
【０１７８】
　ここでは、厚さ約１，５００～５，０００Åのゲート絶縁膜１４０、厚さ約５００～２
，０００Åの真性非晶質シリコン層、厚さ約３００～６００Åの不純物非晶質シリコン層
の３層膜を連続積層し、不純物非晶質シリコン層と真性非晶質シリコン層を写真エッチン
グし、ゲート絶縁膜１４０上に、複数の線状不純物半導体と複数の突出部１５４を含む複
数の線状真性半導体１５１を形成する。
【０１７９】
　次に、下部導電膜と上部導電膜をスパッタリング法などで厚さ１，５００Å～３，００
０Åに蒸着した後、パターニングして、複数のソース電極１７３と端部１７９を含む複数
のデータ線１７１及び複数のドレイン電極１７５を形成する。下部導電膜は、クロム、モ
リブデンまたはモリブデン合金などからなり、上部導電膜は、アルミニウム系列金属また
は銀系列金属などからなる。
【０１８０】
　次に、データ線１７１及びドレイン電極１７５で覆われず露出された不純物半導体部分
を除去することによって、複数の突出部１６３を含む複数の線状抵抗性接触部材１６１及
び複数の島状抵抗性接触部材１６５を完成する一方、その下の真性半導体１５１部分を露
出させる。なお、露出された真性半導体１５１部分の表面を安定化するために、酸素プラ
ズマ処理を引き続き施すことが好ましい。
【０１８１】
　図２２a及び図２２bに示すように、陽の感光性有機絶縁物からなる保護膜１８０を塗布
した後、スリット領域５０１を有する光マスク５００を通じて露光する。複数の透過領域
及びその周囲に位置する複数のスリット領域５０１、そして遮光領域が具備された光マス
ク５００を通じて露光する。したがって、透過領域と対向する保護膜１８０の部分は光エ
ネルギーを全て吸収するが、スリット領域５０１と対向する保護膜１８０の部分は一部の
光エネルギーのみ吸収する。次いで、保護膜１８０を現像してデータ線１７１の端部１７
９とドレイン電極１７５の一部を露出する複数の接触孔１８２、１８５を形成し、ゲート
線１２１の端部１２９上に位置するゲート絶縁膜１４０の部分を露出する複数の接触孔１
８１を形成する。透過領域に対応している保護膜１８０部分は全て除去され、スリット領
域５０１に対応する部分は厚さのみが薄くなるので、接触孔１８１、１８２、１８５の側
壁は階段状プロファイルを有する。ここで、保護膜１８０の斜線部は、現像工程によって
感光膜が除去される部分である。
【０１８２】
　保護膜１８０を陰性感光膜で形成するときには、陽性感光膜を用いる場合と比べて、マ
スクの遮光領域と透過領域が逆である。
【０１８３】
　ゲート絶縁膜１４０の露出された部分を除去し、その下に位置するゲート線１２１の端
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部１２９を露出した後、ドレイン電極１７５、データ線１７１の端部１７９及びゲート線
１２１の端部１２９の上部導電膜１７５q、１７９q、１２９qの露出された部分を除去す
ることで、その下に位置するドレイン電極１７５、データ線１７１の端部１７９及びゲー
ト線１２１の端部１２９の下部導電膜１７５p、１７９p、１２９pを露出する。
【０１８４】
　次に、約４００～５００Åの厚さのIZO膜またはITO膜をスパッタリングで積層し写真エ
ッチングして、保護膜１８０とドレイン電極１７５、データ線１７１の端部１７９及びゲ
ート線１２１の端部１２９の下部導電膜１７５p、１７９p、１２９pの露出された部分上
に、複数の画素電極１９０、複数の接触補助部材８１、８２及び複数の遮蔽電極８８を形
成する。
【０１８５】
　最後に、陽の感光性有機絶縁物などからなる絶縁膜を塗布した後、複数の中心から次第
に高い透過率を有する複数のスリット領域（図示せず）、そして、透過領域が具備された
光マスク（図示せず）を通じて露光する。したがって、中央から遠くなるほど次第に薄い
厚さを有するプレチルト膜３３０を形成することができる。この時、薄膜トランジスタま
たはゲート線１２１またはデータ線１７１などの不透明膜に対応する位置に遮光領域を設
けて、基板間隔材（図４参照）も共に形成することができる。
【０１８６】
　図２３は、本発明の他の実施例による薄膜トランジスタ表示板と共通電極表示板を含む
液晶表示装置の配置図であり、図２４は、図２３に示す液晶表示装置のXXIV-XXIV´線に
よる断面図であり、図２５は、図２３に示す液晶表示装置のXXV-XXV´線及びXXV´-XXV´
´線による断面図である。
【０１８７】
　本実施例による液晶表示装置においても、薄膜トランジスタ表示板１００、共通電極表
示板２００、これら二つの表示板１００、２００の間に挿入されている液晶層３、二つの
表示板１００、２００の外側面に付着されている一対の偏光子１２、２２を含む。
【０１８８】
　本実施例による表示板１００、２００の層状構造は、図１６乃至図２０とほぼ同一であ
る。
【０１８９】
　薄膜トランジスタ表示板１００に関しては、ゲート電極１２４を含む複数のゲート線１
２１及び維持電極１３５を各々含む複数の維持電極線１３１が基板１１０上に形成され、
その上に、ゲート絶縁膜１４０、突出部１５４を含む線状半導体１５１、及び突出部１６
３を含む複数の線状抵抗性接触部材１６１及び複数の島状抵抗性接触部材１６５が順次に
形成されている。ソース電極１７３を含む複数のデータ線１７１及び複数のドレイン電極
１７５が抵抗性接触部材１６１、１６５上に形成され、保護膜１８０がその上に形成され
、保護膜１８０及びゲート絶縁膜１４０には複数の接触孔１８１、１８２、１８５が形成
されている。保護膜１８０上には、複数の画素電極１９０、維持電極線連結橋８３及び複
数の接触補助部材８１、８２が形成され、その上には、配向膜１１が塗布されている。
【０１９０】
　共通電極表示板２００に関しては、遮光部材２２０、複数のカラーフィルター２３０、
カバー膜２５０、共通電極２７０及び配向膜２１が絶縁基板２１０上に形成されている。
【０１９１】
　しかし、半導体１５１は、薄膜トランジスタが位置する突出部１５４を除けばデータ線
１７１、ドレイン電極１７５及びその下部の抵抗性接触部材１６１、１６５と実質的に同
一平面形状を有している。詳細には、線状半導体１５１は、データ線１７１及びドレイン
電極１７５とその下部の抵抗性接触部材１６１、１６５の下に存在する部分の他にも、ソ
ース電極１７３とドレイン電極１７５の間でこれらで覆われずに露出された部分を有して
いる。
【０１９２】
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　図２６は、本発明の他の実施例による液晶表示装置の共通電極表示板の配置図であり、
図２７は、図２６の共通電極表示板を含む液晶表示装置の構造を示した配置図であり、図
２８及び図２９は、図２７に示す液晶表示装置のXXVIII-XXVIII´線及びXXIX-XXIX´線に
よる断面図である。
【０１９３】
　本実施例による液晶表示装置においても、薄膜トランジスタ表示板１００、共通電極表
示板２００、これら二つの表示板１００、２００の間に挿入されている液晶層３、二つの
表示板１００、２００の外側面に付着されている一対の偏光子１２、２２を含む。
【０１９４】
　本実施例による表示板１００、２００の層状構造は、図１６乃至図２０とほぼ同一であ
る。
【０１９５】
　薄膜トランジスタ表示板１００に関しては、ゲート電極１２４を含む複数のゲート線１
２１及び維持電極１３５を各々含む複数の維持電極線１３１が基板１１０上に形成され、
その上に、ゲート絶縁膜１４０、突出部１５４を含む線状半導体１５１及び突出部１６３
を含む複数の線状抵抗性接触部材１６１及び複数の島状抵抗性接触部材１６５が順次に形
成されている。ソース電極１７３を含む複数のデータ線１７１及び複数のドレイン電極１
７５が抵抗性接触部材１６１、１６５上に形成され、保護膜１８０がその上に形成され、
保護膜１８０及びゲート絶縁膜１４０には複数の接触孔１８１、１８２、１８５が形成さ
れている。保護膜１８０上には、複数の画素電極１９０及び複数の接触補助部材８１、８
２が形成され、その上には、配向膜１１が塗布されている。
【０１９６】
　共通電極表示板２００に関しては、遮光部材２２０、複数のカラーフィルター２３０、
共通電極２７０及び配向膜２１が絶縁基板２１０上に形成されている。
【０１９７】
　ところが、図８乃至図１０に基づいて説明したように、共通電極表示板２００に関して
はカバー膜が形成されず、共通電極２７０は切開部を含まない。その代わりに、共通電極
２７０の上部にはプレチルト膜３３０が形成されている。この時、プレチルト膜３３０の
稜線は、前記実施例における共通電極２７０の切開部７１に対応する突起３３５を有する
。ここで、プレチルト膜３３０の境界は、遮光部材２２０の境界とほぼ同一であるので、
異なる部分のみを図面符号で示しているが、様々な模様に変形できる。
【０１９８】
　この時、突起３３５は、画素電極１９０の境界と共に画素を分割するドメイン規制手段
として働き、その幅は５μm～１０μmであるのが好ましい。また、プレチルト膜３３０は
、突起３３５を中心にして両側に向かうほど薄い厚さ有し、このような厚さの変化を通じ
て、絶縁基板２１０面に対して垂直配向されている液晶分子がプレチルト角を有するよう
に誘導する。この時、プレチルト膜３３０が有する傾斜角は、絶縁基板２１０面に対して
０．５°～２０°であるのが好ましい。なお、プレチルト膜３３０の高さによるセルギャ
ップ（sell gap）の変動範囲は０．５um～２．０umであるのが好ましい。
【０１９９】
　次に、このような液晶表示装置で共通電極表示板を製造する方法について説明する。
【０２００】
　図３０は、本発明の一実施例による液晶表示装置用共通電極表示板を製造する中間段階
での断面図である。
【０２０１】
　まず、絶縁基板２１０上にクロムと酸化クロムの二重層を蒸着し写真エッチングして遮
光部材２２０を形成する。前記遮光部材２２０は、クロムや酸化クロムの単一層で形成し
たり、場合によっては、黒色顔料を含む有機膜で形成することもできる。
【０２０２】
　次に、遮光部材２２０上に、赤色顔料を含む感光性有機膜を塗布し露光及び現像して、
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赤色カラーフィルター２３０を形成する。緑色顔料及び青色顔料を含む感光性有機膜に対
しても、塗布、露光及び現像の工程を繰り返し、緑色カラーフィルター２３０及び青色カ
ラーフィルター２３０を各々形成する。
【０２０３】
　次に、カラーフィルター２３０上にITOまたはIZOなどの透明な導電物質を蒸着して共通
電極２７０を形成する。
【０２０４】
　次に、共通電極２７０上に感光性有機膜を厚く塗布し、図３０に示すように、スリット
間の間隔またはスリットの幅が変化する複数のスリットが配置されているスリット領域５
０１を有する光マスク５００を通じて露光することで、突起３３５が形成される部分では
ポリマーがほとんど分解されず、プレチルト膜３３０が形成される部分ではポリマーが一
部のみ分解され、突起３３５から遠くなるほど一層ポリマーが分解されるようにする。
【０２０５】
　次に、露光された感光性有機膜を現像して、突起３３５を含むプレチルト膜３３０を形
成する。
【０２０６】
　図３１は、本発明の他の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図
であり、図３２は、本発明の他の実施例による液晶表示装置用共通電極表示板の配置図で
あり、図３３は、図３１の薄膜トランジスタ表示板と、図３２の共通電極表示板を含む液
晶表示装置の配置図であり、図３４、は図３３に示す液晶表示装置のXXXIV-XXXIV´線に
よる断面図である。
【０２０７】
　本実施例による液晶表示装置も、薄膜トランジスタ表示板１００、共通電極表示板２０
０、これら二つの表示板１００、２００の間に挿入されている液晶層３、二つの表示板１
００、２００の外側面に付着されている一対の偏光子１２、２２を含む。
【０２０８】
　本実施例による表示板１００、２００の層状構造は、図１乃至図４とほぼ同一である。
【０２０９】
　薄膜トランジスタ表示板１００に関しては、ゲート電極１２４を含む複数のゲート線１
２１及び維持電極１３３a、３３bを各々含む複数の維持電極線１３１が基板１１０上に形
成されている。そして、その上にゲート絶縁膜１４０、突出部１５４を含む線状半導体１
５１、及び突出部１６３を含む複数の線状抵抗性接触部材１６１及び複数の島状抵抗性接
触部材１６５が順次に形成されている。ソース電極１７３を含む複数のデータ線１７１、
複数のドレイン電極１７５及び橋部金属片１７８が抵抗性接触部材１６１、１６５上に形
成され、保護膜１８０がその上に形成され、保護膜１８０及びゲート絶縁膜１４０には、
複数の接触孔１８１、１８２、１８３a、１８３b、１８５が形成されている。保護膜１８
０上には、複数の画素電極１９０及び複数の接触補助部材８１、８２が形成され、その上
には配向膜１１が塗布されている。
【０２１０】
　共通電極表示板２００に関しては、遮光部材２２０、複数のカラーフィルター２３０、
共通電極２７０及び配向膜２１が絶縁基板２１０上に形成されている。
【０２１１】
　しかし、画素電極１９０が有する切開部９１、９２a、９２b、９３a、９３bと共通電極
２７０が有する切開部７１、７２、７３a、７３b、７４a、７４bの形状は異なる。
【０２１２】
　プレチルト膜の代わりにカラーフィルター２３０が傾斜面を有し、傾斜面は絶縁基板２
１０面に対して５°以下の傾斜角を有する。この時、カラーフィルター２３０は、共通電
極の切開部７１、７２a、７２b、７３a、７３bを中心に遠くなり、画素電極の切開部９１
、９２a、９２b、９３a、９３bに隣接するほど次第に薄い厚さを有する。したがって、カ
ラーフィルター２３０の溝部分は、画素電極の切開部９１、９２a、９２b、９３a、９３b
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に対応して位置し、稜線部分は画素電極の切開部９１、９２a、９２b、９３a、９３b間の
中心である共通電極に切開部７１、７２a、７２b、７３a、７３bに対応して位置する。
【０２１３】
　本実施例による液晶表示装置では、二つの表示板１００、２００の間隔であるセル間隔
もカラーフィルター２３０の傾斜面に沿って変化し、画素電極１９０と共通電極２７０の
間の電圧の強度も変わる。即ち、前記実施例と同様に、液晶分子は、傾斜面に沿って初期
にプレチルト角を有すると同時に、二つの共通電極２７０、１９０に電圧が印加された状
態でセル間隔が狭い部分で液晶分子は相対的に強い電場によって駆動され、応答速度が速
くなる。
【０２１４】
　以下、本実施例による液晶表示装置の共通電極表示板２００の製造方法について、図３
５a乃至図３６dと、図３２及び図３４を参照して説明する。
【０２１５】
　図３５a乃至図３５cは、本発明の他の実施例による共通電極表示板の製造方法をその工
程順で示した断面図である。
【０２１６】
　図３５aに示すように、絶縁基板２１０上に黒色顔料を含む感光性有機物質を形成し、
マスクを用いる写真工程で露光及び現像して遮光部材２２０を形成する。
【０２１７】
　図３５bに示すように、赤色、緑色、青色の顔料を含む感光性有機物質を形成し、その
上に光マスク５００を整列する。光マスク５００は、透明な基板５１０とその上の遮光層
５２０を含んでおり、遮光層５２０の幅及び/または間隔は、所定値以下であってスリッ
トを形成し、このようなスリットは、通過する光の透過量を調節する。より詳細には、遮
光層５２０の幅及び/または間隔は、任意の中心（T）を基準に遠くなるほど遮光層５２０
の幅は次第に狭く、遮光層５２０の間隔は次第に広くなるように形成する。このような光
マスク５００を通じて感光性有機物質を含有しているカラーフィルター２３０に光を照射
した後現像すれば、図５cのように、カラーフィルター２３０が傾斜面を有するようにな
る。図５bで、斜線部は現像後なくなる部分を意味する。
【０２１８】
　ここで、カラーフィルター２３０の傾斜面は、絶縁基板２１０表面に対して１°～５°
の傾斜角をなすのが好ましい。
【０２１９】
　次に、図３４に示すように、カラーフィルター２３０上に、ITOまたはIZOのような透明
な導電物質などからなり、切開パターン７１、７２、７３a、７３b、７４a、７４bを有す
る共通電極２７０を形成する。この時、共通電極２７０はパターニングしないこともある
。
【０２２０】
　次に、本発明の他の実施例による液晶表示装置の共通電極表示板２００の製造方法につ
いて詳細に説明する。
【０２２１】
　図３６a乃至図３６dは、本発明の他の実施例による共通電極表示板の製造方法をその工
程順で示した断面図である。
【０２２２】
　図３６aに示すように、絶縁基板２１０上に黒色顔料を含む感光性有機物質を形成し、
マスクを用いる写真工程で露光及び現像してブラックマトリックス２２０を形成する。
【０２２３】
　図３６bに示すように、赤色、緑色、青色の顔料を含む感光性有機物質を各々順次に塗
布して、赤色、緑色、青色のカラーフィルター２３０を順次に形成する。
【０２２４】
　図３６cに示すように、感光性有機物質膜を形成してカバー膜２５０を形成し、前記実
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施例での方法と同様に、光マスク５００を整列し露光して、図３６dのように、傾斜面を
有するカバー膜２５０を完成する。斜線部は現像後なくなる部分を意味する。
【０２２５】
　次に、図３４に示すように、カラーフィルター２３０上にITOまたはIZOのような透明な
導電物質からなり、切開パターン７１、７２a、７２b、７３a、７３b、７４a、７４bを有
する共通電極２７０を形成する。
【０２２６】
　図３７は、本発明の他の実施例に別の液晶表示装置の共通電極表示板の構造を示したも
ので、図３３に示すXXXIV-XXXIV´線による断面図である。
【０２２７】
　図３７に示すように、本実施例による液晶表示装置は、図３４の構造とほぼ同一である
。
ところが、共通電極表示板２００は異なる構造を有しており、以下では、共通電極表示板
２００において異なる部分に関してのみ説明する。
【０２２８】
　絶縁基板２１０上に、前記実施例と同様に、遮光部材２２０が形成され、遮光部材の上
部にはカラーフィルター２３０が形成されている。
【０２２９】
　しかしながら、カラーフィルター２３０は、画素を多重のドメインに分割するドメイン
分割手段であって、突起パターン３１、３２a、３２b、３３a、３３b、３４a、３４bとこ
れを中心に両側に対称に配置されている複数の傾斜部７５を含む。また、突起パターン３
１、３２a、３２b、３３a、３３b、３４a、３４bは、画素電極１９０の斜線切開パターン
９１、９２a、９２b、９３a、９３bを中央に挟んでいる。傾斜部７５は、絶縁基板２１０
の表面に対して１°～５°の傾斜角をなす傾斜面と９０°をなす垂直面からなり、垂直面
はドメイン分割手段と隣接している。
【０２３０】
　図３６dのように、突起パターン３１、３２a、３２b、３３a、３３b、３４a、３４bと
傾斜部７５は、カバー膜２５０に形成しても良い。
【０２３１】
　図３８は本発明の他の実施例による共通電極表示板の断面図であって、図３３に示すXX
XIV-XXXIV´線による断面図である。
【０２３２】
　図３８に示すように、本実施例による液晶表示装置は、図３１乃至図３４に示す液晶表
示装置とほぼ同様である。
【０２３３】
　薄膜トランジスタ表示板１００に関しては、ゲート電極１２４を含む複数のゲート線１
２１及び維持電極１３３a、３３bを各々含む複数の維持電極線１３１が基板１１０上に形
成され、その上にゲート絶縁膜１４０、突出部１５４を含む線状半導体１５１、及び突出
部１６３を含む複数の線状抵抗性接触部材１６１及び複数の島状抵抗性接触部材１６５が
順次に形成されている。ソース電極１７３を含む複数のデータ線１７１、複数のドレイン
電極１７５及び橋部金属片１７８が抵抗性接触部材１６１、１６５上に形成され、保護膜
１８０がその上に形成され、保護膜１８０及びゲート絶縁膜１４０には、複数の接触孔１
８１、１８２、１８３a、１８３b、１８５が形成されている。保護膜１８０上には、複数
の画素電極１９０及び複数の接触補助部材８１、８２が形成され、その上には配向膜１１
が塗布されている。
【０２３４】
　共通電極表示板２００に関しては、遮光部材２２０、複数のカラーフィルター２３０、
共通電極２７０及び配向膜２１が絶縁基板２１０上に形成されている。
【０２３５】
　また、カラーフィルター２３０のみならず保護膜１８０の表面は、ドメイン分割手段で
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ある切開部９１、９２a、９２b、９３a、９３bを中心に遠くなるほど薄い厚さを有し、切
開部９１、９２a、９２b、９３a、９３bを中心に両側に傾斜した傾斜面を有している。こ
の時、保護膜１８０がなす傾斜面は、絶縁基板１１０の表面に対して１°～５°の傾斜角
である。これにより、電界が印加されない状態で液晶分子の長軸が薄膜トランジスタ表示
板１００の保護膜１８０の表面及び共通電極表示板２００のカラーフィルター２３０の表
面に対して垂直に配向され、これを通じて、電界が印加される前に液晶分子は、電界印加
時に形成されるフリンジフィールド方向に少し横になった状態となる。
【０２３６】
　本発明の実施例では、液晶分子が二つの表示板１００、２００に対して垂直に配列され
ている垂直配向モードの液晶表示装置についてのみ説明した。これに対して、プレチルト
膜を通じて液晶分子の駆動速度を向上させる本発明の構成は、二つの表示板に対して液晶
分子を平行な状態で且つ螺旋形に捩じれて配列する捩じれたネマチック方式（twisted ne
matic mode）、共通電極及び画素電極を同一表示板に配設し、表示板に平行に配列されて
いる液晶分子を駆動する平面駆動方式（in-plane switching mode）などの様々な方式の
液晶表示装置に適用することもできる。
【０２３７】
　以上、本発明の好ましい実施例を参照して説明したが、該当技術分野の熟練した当業者
は、本発明の特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲内で
本発明を多様に修正及び変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２３８】
【図１】本発明の一実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図である
。
【図２】本発明の一実施例による液晶表示装置の共通電極表示板の配置図である。
【図３】本発明の一実施例による液晶表示装置の配置図である。
【図４】図３に示すIV-IV´線による断面図である。
【図５】本発明の実験例による液晶表示装置の応答速度を測定した表である。
【図６】本発明の他の実施例による液晶表示装置の構造を示す配置図である。
【図７】図６に示す液晶表示装置のVII-VII´線による断面図である。
【図８】本発明の他の実施例による共通電極表示板の構造を示す配置図である。
【図９】図８に示す共通電極表示板を含む液晶表示装置の構造を示す配置図である。
【図１０】図９に示す液晶表示装置のX-X´線による断面図である。
【図１１】本発明の他の実施例による液晶表示装置の構造を示す配置図である。
【図１２】図１０に示す液晶表示装置のXII-XII´線による断面図である。
【図１３】本発明の実施例による液晶表示装置用共通電極表示板の製造方法でのプレチル
ト膜とマスクの整列状態を示す断面図である。
【図１４】本発明の実施例による液晶表示装置用共通電極表示板の製造方法で、プレチル
ト膜を形成するマスクのスリット模様を示すものである。
【図１５】本発明の他の実施例による液晶表示装置におけるプレチルト膜の構造を示す断
面図である。
【図１６】本発明の他の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図で
ある。
【図１７】本発明の他の実施例による液晶表示装置用共通電極表示板の配置図である。
【図１８】図１６に示される薄膜トランジスタ表示板と、図１７に示される共通電極表示
板を含む液晶表示装置の配置図である。
【図１９】図１８に示す液晶表示装置のXIX-XIX´線による断面図である。
【図２０】図１８に示す液晶表示装置のXX-XX´線及びXX´-XX´´線による断面図である
。
【図２１ａ】本発明の一実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板を製造する
中間段階での断面図である。
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【図２１ｂ】本発明の一実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板を製造する
中間段階での断面図である。
【図２２ａ】図２１a及び図２１bに続く工程を示す液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示
板の断面図である。
【図２２ｂ】図２１a及び図２１bに続く工程を示す液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示
板の断面図である。
【図２３】本発明の他の実施例による薄膜トランジスタ表示板と共通電極表示板を含む液
晶表示装置の配置図である。
【図２４】図２３に示す液晶表示装置のXXIV-XXIV´線による断面図である。
【図２５】図２３に示す液晶表示装置のXXV-XXV´線及びXXV´-XXV´´線による断面図で
ある。
【図２６】本発明の他の実施例による液晶表示装置の共通電極表示板の配置図である。
【図２７】図２６に示す共通電極表示板を含む液晶表示装置の構造を示す配置図である。
【図２８】図２７に示す液晶表示装置のXXVIII-XXVIII´線及びXXIX-XXIX´線による各々
の断面図である。
【図２９】図２７に示す液晶表示装置のXXVIII-XXVIII´線及びXXIX-XXIX´線による各々
の断面図である。
【図３０】本発明の一実施例に他の液晶表示装置用共通電極表示板を製造する中間段階で
の断面図である。
【図３１】本発明の他の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図で
ある。
【図３２】本発明の他の実施例による液晶表示装置用共通電極表示板の配置図である。
【図３３】図３１の薄膜トランジスタ表示板と、図３２の共通電極表示板を含む液晶表示
装置の配置図である。
【図３４】図３３に示す液晶表示装置のXXXIV-XXXIV´線による断面図である。
【図３５ａ】本発明の他の実施例による共通電極表示板の製造方法をその工程順で示した
断面図である。
【図３５ｂ】本発明の他の実施例による共通電極表示板の製造方法をその工程順で示した
断面図である。
【図３５ｃ】本発明の他の実施例による共通電極表示板の製造方法をその工程順で示した
断面図である。
【図３６ａ】本発明の他の実施例による共通電極表示板の製造方法をその工程順で示した
断面図である。
【図３６ｂ】本発明の他の実施例による共通電極表示板の製造方法をその工程順で示した
断面図である。
【図３６ｃ】本発明の他の実施例による共通電極表示板の製造方法をその工程順で示した
断面図である。
【図３６ｄ】本発明の他の実施例による共通電極表示板の製造方法をその工程順で示した
断面図である。
【図３７】本発明の他の実施例による液晶表示装置の共通電極表示板の構造を示すもので
、図３３に示すXXXIV-XXXIV´線による断面図である。
【図３８】本発明の他の実施例による共通電極表示板を示すもので、図３３に示すXXXIV-
XXXIV´線による断面図である。
【符号の説明】
【０２３９】
１００　薄膜トランジスタ表示板
２００　共通電極表示板
１１０、２１０　絶縁基板
１２１　ゲート線
１３１　維持電極線
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１２４　ゲート電極
２７０　共通電極
１４０　ゲート絶縁膜
１５１　半導体
１６１、１６５　抵抗性接触部材
１７１　データ線
１７５　ドレイン電極
１７３　ソース電極
１８０　保護膜
１９０　画素電極
２２０　遮光部材
２３０　カラーフィルター
２５０　カバー膜
３１０　液晶分子
３３０　傾斜膜

【図１】 【図２】
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种在确保像素的透射率的同时提高液晶分子的液
晶的响应速度的显示面板，以及包括该显示面板的液晶显示装置。 
ŽSOLUTION：在包括薄膜晶体管显示板的液晶显示装置中，该薄膜晶体
管显示板包括具有栅电极的栅极线，覆盖栅极线的栅极绝缘膜，形成在
栅极绝缘膜上的半导体层，形成的数据线在半导体层上具有源电极，与
栅电极上方的源电极相对的漏电极，在数据线上形成的保护膜，以及形
成在保护膜上并与之电连接的像素电极。漏电极具有第一切口部分和对
应显示板，其中形成具有第二切口部分的公共电极，该公共电极与像素
电极的第一切口部分以固定间隔布置，在两个中的一个上形成预倾膜锥
形结构中的显示板的厚度逐渐减小，远离第一或第二切割部分，以倾斜
地排列液晶分子。 Ž
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